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(57)【要約】
有機ＥＬ表示パネルにおいて、基板上１００ｘに行列状
に配された複数の画素電極層１１９と、画素電極層１１
９上方において列方向に沿って行方向に並んだスリット
状の開口１２２ｚが複数開設され、基板１００ｘの平面
視において開口１２２ｚの少なくとも１つと連通する上
方が開口した有底の溝部１２２ｖを備えた状態で、基板
１００ｘ及び画素電極層１１９上方に配されてなる絶縁
層１２２と、複数の画素電極層１１９のそれぞれの上方
に配され、複数の開口内において有機電界発光を生ずる
発光層１２３を含む有機機能層と、複数の発光層１２３
上方に配された透光性の対向電極層１２５とを備え、開
口１２２ｚを行方向に切断した開口１２２ｚの断面のプ
ロファイルは列方向において同一である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素が行列状に配された有機ＥＬ表示パネルであって、
　基板と、
　前記基板上に行列状に配され光反射材料からなる複数の画素電極層と、
　前記画素電極層上方において列方向に沿って行方向に並んだスリット状の開口が複数開
設され、前記基板の平面視において前記開口の少なくとも１つと連通する上方が開口した
有底の溝部を備えた状態で、前記基板及び前記画素電極層上に配されてなる絶縁層と、
　前記複数の画素電極層のそれぞれの上方に配され、前記複数の開口内において有機電界
発光を生ずる発光層を含む有機機能層と、
　前記複数の発光層上方に配された透光性の対向電極層とを備え、
　行方向に切断した前記開口の断面のプロファイルは列方向において同一である
　有機ＥＬ表示パネル。
【請求項２】
　前記溝部は、前記基板の平面視において前記複数の開口と連通する
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項３】
　前記溝部は、前記基板の平面視において前記複数の開口とそれぞれ列方向に連通する複
数の接続溝部と、前記複数の接続溝部と行方向に交わる連結溝部とを有する
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項４】
　前記接続溝部の絶縁層上面における行方向の長さは、前記開口の絶縁層上面における行
方向の長さと同一又は実質的に同一である
　請求項３に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項５】
　前記接続溝部の前記列方向の長さは１μｍ以上８μｍ以下である
　請求項４に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項６】
　前記溝部は、前記基板の平面視において前記複数の開口と連通する連結溝部を有する
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項７】
　前記画素において、前記複数の開口が存在する領域は発光領域、前記溝部が存在する領
域は非発光領域であり、
　前記発光領域、前記非発光領域は列方向に交互に配置されている
　請求項１から６の何れか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項８】
　前記溝部は、列方向に隣接する２つの発光領域にそれぞれ存在する開口と連通している
　請求項７に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項９】
　前記開口内に存在する前記有機機能層は前記画素電極と接触し、前記溝部内に存在する
有機機能層は前記画素電極から離間している
　請求項１から８の何れか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１０】
　前記開口の断面のプロファイルは、前記絶縁層上面における前記断面の行方向の長さ、
及び前記断面の厚み方向の長さに基づき規定される
　請求項１から９の何れか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１１】
　前記開口の断面のプロファイルは、さらに、前記断面の行方向の長さの厚み方向におけ
る変化率に基づき規定される
　請求項１０に記載の有機ＥＬ表示パネル。
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【請求項１２】
　行方向に切断した前記接続溝部の断面のプロファイルは、行方向に切断した前記開口の
断面のプロファイルに対し、（ａ）前記絶縁層上面における前記断面の行方向の長さが小
さい、（ｂ）前記断面の行方向の長さの厚み方向における変化率が小さい、の少なくとも
何れか一方である
　請求項３又は５に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１３】
　前記対向電極上方には、さらに、前記開口に裏面を凸入された接続層が配されており、
　行方向に切断した前記開口の断面のプロファイルは、上方に拡幅した台形形状であり、
　前記接続層の屈折率をｎ1、前記絶縁層の屈折率をｎ2としたとき、
　１．１≦ｎ1≦１．８、および、
　｜ｎ1－ｎ2｜≧０．２０
の関係を満たす
　請求項１から１２の何れか１項に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１４】
　さらに、前記開口の深さＤ、前記絶縁層上面側の開口幅Ｗh、前記絶縁層下面側の開口
幅Ｗlは、
　　　　　０．５≦Ｗl／Ｗh≦０．８、および、
　　　　　０．５≦Ｄ／Ｗl≦２．０
の関係を満たす
　請求項１３に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１５】
　複数の画素が行列状に配された有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、
　基板を準備し、
　前記基板上に行列状に配され光反射材料からなる複数の画素電極層を形成し、
　前記基板及び前記画素電極層上に絶縁層を形成し、
　感光性樹脂をマスクを介して露光して現像することにより前記絶縁層における前記画素
電極層上方に列方向に沿って行方向に並んだ複数のスリット状の開口と、感光性樹脂をハ
ーフトーンマスクを介して露光して現像することにより前記基板の平面視において前記開
口の少なくとも１つと連通する有底の溝部とを形成し、
　前記複数の画素電極層のそれぞれの上方に、発光層の材料を含むインクを塗布して乾燥
することにより、少なくとも前記複数の開口内に前記発光層を含む有機機能層を形成し、
　前記複数の発光層上方に透光性の対向電極層を形成し、
　前記開口の形成では、行方向に切断した前記開口の断面のプロファイルは列方向におい
て同一である
　有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、有機材料の電界発光現象を利用した有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）素子を用いた、及びそれを用いた有機ＥＬ表示パネルとその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルテレビ等の表示装置に用いられる表示パネルとして、基板上に有機ＥＬ
素子をマトリックス状に複数配列した有機ＥＬ表示パネルが実用化されている。この有機
ＥＬ表示パネルは、各有機ＥＬ素子が自発光を行うので視認性が高い。有機ＥＬ表示パネ
ルにおいて、各有機ＥＬ素子は、陽極と陰極の一対の電極の間に有機発光材料を含む発光
層が配設された基本構造を有し、駆動時には、一対の電極対間に電圧を印加し、陽極から
発光層に注入されるホールと、陰極から発光層に注入される電子との再結合に伴って発光



(4) JP WO2017/200023 A1 2017.11.23

10

20

30

40

50

する。
【０００３】
　このような有機ＥＬ表示パネルでは、有機ＥＬ素子からの光取り出し効率を向上させる
ことが、消費電力低減や長寿命化に向けた課題となっていた。
【０００４】
　これに対し、例えば、特許文献１、２には、凹形状の第１部材と第１部材間に充填され
た第２部材からなるリフレクタ（反射構造）と両部材間に存在する有機発光層とを備え、
第１部材の屈折率と第２部材の屈折率とを所定の範囲とすることで光取り出し効率を向上
した表示装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１９１５３３号公報
【特許文献２】特開２０１５－１４４１０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１、２記載の技術では、リフレクタ構造において製造コストが
安いインクジェット法といった塗布法を用いて有機発光層を形成する場合には、発光層の
材料を含むインクを塗布すべき画素電極上の塗布面に凹形状の第１部材が複数存在するた
め、インクを画素内で均一に塗布することが困難となる。そのため、成膜されたときに画
素内で発光層の膜厚が不均一となり輝度ムラが生じるという課題があった。
【０００７】
　本開示は、上記課題に鑑みてなされたものであり、リフレクタ構造において製造コスト
が安い塗布法を用い、かつ、画素内で発光層の膜厚の均一化を図り輝度ムラを抑制する有
機ＥＬ表示パネル及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、複数の画素が行列状に配された有機ＥＬ
表示パネルであって、基板と、前記基板上に行列状に配され光反射材料からなる複数の画
素電極層と、前記画素電極層上方において列方向に沿って行方向に並んだスリット状の開
口が複数開設され、前記基板の平面視において前記開口の少なくとも１つと連通する上方
が開口した有底の溝部を備えた状態で、前記基板及び前記画素電極層上に配されてなる絶
縁層と、前記複数の画素電極層のそれぞれの上方に配され、前記複数の開口内において有
機電界発光を生ずる発光層を含む有機機能層と、前記複数の発光層上方に配された透光性
の対向電極層とを備え、行方向に切断した前記開口の断面のプロファイルは列方向におい
て同一であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル及びその製造方法によれば、塗布型の機能層
を有するリフレクタ構造の表示パネルにおいて、画素内で発光層の膜厚の均一化を図り輝
度ムラを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１の回路構成を示す模式ブロック図である。
【図２】有機ＥＬ表示装置１に用いる有機ＥＬ表示パネル１０の各サブ画素１００ｓｅに
おける回路構成を示す模式回路図である。
【図３】有機ＥＬ表示パネル１０の一部を示す模式平面図である。
【図４】（ａ）は、図３におけるＸ１部の拡大平面図であり、（ｂ）絶縁層１２２の上方
から視したＸ１部の拡大平面図である。
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【図５】図４（ｂ）におけるＡ１－Ａ１で切断した模式断面図である。
【図６】図４（ｂ）におけるＡ２－Ａ２で切断した模式断面図である。
【図７】図４（ｂ）におけるＢ１－Ｂ１で切断した模式断面図である。
【図８】図４（ｂ）におけるＢ２－Ｂ２で切断した模式断面図である。
【図９】図４（ｂ）におけるＢ３－Ｂ３で切断した模式断面図である。
【図１０】（ａ）は、有機ＥＬ素子１００において、全反射を得るための開口１２２ｚ壁
面の傾斜角をαの算出方法を示した模式図、（ｂ）は、発光した光が開口１２２ｚ壁面で
反射して有効な視野角γ’に届く有効発光範囲Ｌの算出方法を示した模式図である。
【図１１】（ａ）～（ｅ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造における各工程での状態を
示す図４（ｂ）におけるＡ１－Ａ１と同じ位置で切断した模式断面図である。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造における各工程での状態を
示す図４（ｂ）におけるＡ１－Ａ１と同じ位置で切断した模式断面図、（ｄ）は基板１０
０ｘ上の背景を投影した模式断面図である。
【図１３】（ａ）～（ｃ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造における各工程での状態を
示す図４（ｂ）におけるＡ１－Ａ１と同じ位置で切断した模式断面図である。
【図１４】（ａ）～（ｂ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造におけるＣＦ基板１３１と
背面パネルとの貼り合わせ工程での状態を示す図４（ｂ）におけるＡ１－Ａ１と同じ位置
で切断した模式断面図である。
【図１５】（ａ）～（ｄ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造における各工程での状態を
示す図４（ｂ）におけるＡ２－Ａ２と同じ位置で切断した模式断面図である。
【図１６】（ａ）～（ｃ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造における各工程での状態を
示す図４（ｂ）におけるＡ２－Ａ２と同じ位置で切断した模式断面図である。
【図１７】（ａ）～（ｂ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造におけるＣＦ基板１３１と
背面パネルとの貼り合わせ工程での状態を示す図４（ｂ）におけるＡ２－Ａ２と同じ位置
で切断した模式断面図である。
【図１８】（ａ）～（ｄ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造における各工程での状態を
示す図４（ｂ）におけるＢ１－Ｂ１と同じ位置で切断した模式断面図である。
【図１９】（ａ）～（ｄ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造における各工程での状態を
示す図４（ｂ）におけるＢ１－Ｂ１と同じ位置で切断した模式断面図である。
【図２０】（ａ）～（ｂ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造におけるＣＦ基板１３１と
背面パネルとの貼り合わせ工程での状態を示す図４（ｂ）におけるＢ１－Ｂ１と同じ位置
で切断した模式断面図である。
【図２１】有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法において、基板に対して発光層形成用のイ
ンクを塗布する工程を示す図であって、（ａ）は列バンク５２２Ｙ間の間隙５２２ｚに一
様に塗布する場合、（ｂ）は絶縁層１２２Ｘと１２２Ｙとで規定される格子状の領域に塗
布する場合の模式図である。
【図２２】（ａ）～（ｆ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造におけるＣＦ基板１３１製
造の各工程での状態を示す模式断面図である。
【図２３】（ａ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の一部を示す模式平面図、（ｂ）は、（ａ
）における１個のサブ画素を示す拡大平面図である。
【図２４】（ａ）～（ｃ）は、変形例に係るサブ画素を示す拡大平面図である。
【図２５】（ａ）（ｂ）は、変形例に係るサブ画素を示す拡大平面図である。
【図２６】（ａ）（ｂ）は、変形例に係るサブ画素を示す拡大平面図である。
【図２７】（ａ）（ｂ）は、変形例に係るサブ画素を示す拡大平面図である。
【図２８】（ａ）～（ｈ）は、変形例に係るサブ画素を示す拡大平面図である。
【図２９】発明者らが想起した表示パネルにおける画素の平面図である。
【図３０】（ａ）は、発明者らが想起した表示パネルの基板におけるサブ画素内における
発光層の膜厚を測定した結果、（ｂ）は、表示パネルにおけるサブ画素内における輝度分
布を示した画像、（ｃ）は、（ａ）におけるＢ４－Ｂ４で切断した断面、（ｄ）は、Ｂ５
－Ｂ５で切断した断面の模式図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　≪本開示の一態様に到った経緯≫
　発明者らが検討した有機ＥＬ表示パネル（以下、「表示パネル」とする）製造時の課題
について図面を用いて説明する。
【００１２】
　上述のとおり、特許文献１、２に記載された有機ＥＬ表示装置では、製造コストが安い
インクジェット法といった塗布法を用いて有機発光層を形成する場合、発光層を含むイン
クを塗布すべき画素電極上方に凹形状の第１部材が複数存在するため、インクを画素内で
均一に拡げて塗布することが困難となり、画素内で発光層の未濡れ領域が生じ、結果とし
て膜厚が不均一となり輝度ムラが生じるという課題があった。
【００１３】
　これに対し、発明者らは、発明者の想起した実験用表示パネルを用いて、製造工程にお
いて画素内での発光層の膜厚変動を改善するために実験を行った。
【００１４】
　図２９は、発明者らの想起した表示パネルにおける画素の平面図である。図２９に示す
ように基板９００ｘ上には、行列状に配されたサブ画素９００ａＲ、Ｇ、Ｂ（Ｒ、Ｇ、Ｂ
を区別しないときは「９００ａ」とする）に画素電極層９１９がそれぞれ配され、それら
を覆うように絶縁層９２２が積層されている。絶縁層９２２は、画素電極層９１９上にお
いて列方向に沿って行方向に並んだスリット状の複数の開口９２２ｚ１、ｚ２、ｚ３と、
これらに連通する行方向に沿ったスリット状の複数の開口９２２ｚ０とが開設されている
。さらに、列方向に隣接するサブ画素９００ａ内の開口９２２ｚ０同士を連通する開口９
２２ｖが設けられている。各開口を長尺方向に垂直に切断した断面は、上面側に拡幅した
台形形状である。開口９２２ｚ１、ｚ２、ｚ３及び９２２ｚ０の下方には画素電極層９１
９が存在するので、これらの開口からは画素電極層９１９が露出している。他方、開口９
２２ｖの下部には画素電極層９１９は存在しないので、開口９２２ｖから画素電極層９１
９は露出していない。また、隣接するサブ画素９００ａ間の行方向の間隙には、列方向に
沿った長尺状のバンク９２２Ｙが行方向に並設されている。
【００１５】
　係る表示パネルの基板９００ｘのサブ画素９００ａに対し、発光層の材料を含むインク
をインクジェット法により塗布した後、乾燥させて、開口９２２ｚ１、ｚ２、ｚ３及び９
２２ｚ０内に形成した発光層の膜厚を測定した。
【００１６】
　図３０（ａ）は、発明者らが想起した表示パネルの基板におけるサブ画素内における発
光層の膜厚を測定した結果であり、開口９２２ｚ１、ｚ２、ｚ３及び９２２ｚ０内に示し
た黒塗りの部分は膜厚が所定の基準値より薄いことを示す。図３０（ａ）に示すように、
列方向に沿った開口９２２ｚ１、ｚ２、ｚ３内では、膜厚は基準値以上であるのに対し、
開口９２２ｚ０内では膜厚が基準値より薄いことがわかる。特に、開口９２２ｚ０と開口
９２２ｚ２とが交差する部分では、開口９２２ｚ０内よりも、膜厚が基準値より薄い範囲
が大きいことがわかる。
【００１７】
　発光層９２３を形成した基板から表示パネルを作成して点灯実験を行った。図３０（ｂ
）は、表示パネルにおけるサブ画素内における輝度分布を示した画像である。これより、
開口９２２ｚ０内において他の部分よりも輝度が高く、特に開口９２２ｚ０と開口９２２
ｚ２とが交差する部分において輝度が最も高いことがわかる。また、図３０（ａ）に示し
た開口９２２ｚ１、ｚ２、ｚ３及び９２２ｚ０内における膜厚分布と比較すると、開口内
における発光層９２３の膜厚が薄い部分において輝度が高いことがわかる。これは、発光
層膜厚が薄いことによる発光層内の電流密度の増加によるものと考えられる。
【００１８】
　次に、開口内の発光層９２３の断面のプロファイルを測定した。図３０（ｃ）は、（ａ
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）におけるＢ４－Ｂ４で切断した断面、（ｄ）は、（ａ）におけるＢ５－Ｂ５で切断した
断面の模式図である。なお、断面図は模式拡大図であって、ＸＺ方向及びＹＺ方向の倍率
の比率はＺ方向において大きく、断面図の縦横比は実際とは異なるものである。
【００１９】
　図３０（ｃ）に示すように、開口９２２ｚ１、ｚ２、ｚ３内における発光層９２３の膜
厚は、開口９２２ｚ０内における発光層９２３の膜厚よりも大きく、開口９２２ｚ０内で
は中央部分において発光層９２３の膜厚が最も小さいことがわかる。
【００２０】
　発明者らの検討によると、開口底部両端における絶縁層９２２と画素電極層９１９と境
界部（図中の丸部）においてインクの表面張力が最大となることが判明している。これに
よると、開口９２２ｚ１、ｚ２、ｚ３内の発光層９２３は、インクの表面張力が最大とな
る点からの距離が小さいために絶縁層９２２の保液力が高く維持されインクの膜厚が高く
保たれると推定される。これに対し、開口９２２ｚ０内の発光層９２３は、インクの表面
張力が最大となる点からの距離が相対的に大きいために、絶縁層９２２の保液力が低下し
てインクの膜厚が減少するものと推定される。特に、開口９２２ｚ０中央付近では上記距
離が最大となるために絶縁層９２２の保液力が最少となりインクの膜厚が最も減少すると
考えられる。
【００２１】
　以上の検討により、絶縁層９２２に開設された開口幅が大きい場合、保液力が低下して
発光層９２３の膜厚が減少することが判明した。また、開口幅以外にも、開口の深さ、開
口壁面の傾斜角などインクの保液力に影響を与える可能性があり、画素内におけるこれら
の変動を抑制し、画素内においてインクの保液力の均一化を図ることが膜厚変動を低減し
輝度ムラ抑制に効果的であると考えた。
【００２２】
　そこで、発明者らは、有機ＥＬ素子からの光取り出し効率を向上させるとともに、発光
層の材料を含むインクを画素内で均一に塗布することが可能であって、画素内におけるイ
ンクの保液力の均一化が可能な発光素子のリフレクタ構造について鋭意検討を行い、本発
明の実施の形態に記載の表示パネルに想到したものである。
【００２３】
　≪本開示の態様≫
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、複数の画素が行列状に配された有機ＥＬ
表示パネルであって、基板と、前記基板上に行列状に配され光反射材料からなる複数の画
素電極層と、前記画素電極層上方において列方向に沿って行方向に並んだスリット状の開
口が複数開設され、前記基板の平面視において前記開口の少なくとも１つと連通する上方
が開口した有底の溝部を備えた状態で、前記基板及び前記画素電極層上に配されてなる絶
縁層と、前記複数の画素電極層のそれぞれの上方に配され、前記複数の開口内において有
機電界発光を生ずる発光層を含む有機機能層と、前記複数の発光層上方に配された透光性
の対向電極層とを備え、行方向に切断した前記開口の断面のプロファイルは列方向におい
て同一であることを特徴とする。また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記
溝部は、前記基板の平面視において前記複数の開口と連通する構成であってもよい。
【００２４】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記開口の断面のプロファイルは、
前記絶縁層上面における前記断面の行方向の長さ、及び前記断面の厚み方向の長さに基づ
き規定される構成であってもよい。また、別の態様では、上記何れかの態様において、前
記開口の断面のプロファイルは、さらに、前記断面の行方向の長さの厚み方向における変
化率に基づき規定される構成であってもよい。
【００２５】
　係る構成により、製造工程において発光層となる有機化合物の材料を含むインクを塗布
する際に保液力に影響を与える要因の変動を抑制し、画素内の発光領域内においてインク
の保液力の変動を抑制し均一化を図ることができる。あるいは、保液力に影響を与える要



(8) JP WO2017/200023 A1 2017.11.23

10

20

30

40

50

因の急激な変動を抑制し、画素内の発光領域内においてインクの保液力の急激な変動を抑
制し急峻な輝度ムラの防止することができる。これにより、形成される発光層の膜厚変動
を低減し画素内の輝度ムラを抑制することができる。これにより、塗布型の機能層を有す
る表示パネルにおいて、機能層の膜厚均一化による高効率化と長寿命化を実現することが
できる。
【００２６】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記溝部は、前記基板の平面視にお
いて前記複数の開口とそれぞれ列方向に連通する複数の接続溝部と、前記複数の接続溝部
と行方向に交わる連結溝部とを有する構成であってもよい。
【００２７】
　係る構成により、連結溝部により、発光層材料を含んだインクの接続溝部間の流動性を
高めサブ画素内のインク塗布量の不均一性を低減する。これより、発光層の膜厚変動を低
減して画素内の輝度ムラを抑制することができる。
【００２８】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記接続溝部の絶縁層上面における
行方向の長さは、前記開口の絶縁層上面における行方向の長さと同一又は実質的に同一で
ある構成であってもよい。また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記接続溝
部の前記列方向の長さは１μｍ以上８μｍ以下である構成であってもよい。
【００２９】
　係る構成により、インクの保液力に影響を与える連結溝部を開口の終端部から一定距離
離間させることができるので、開口の終端部においてより一層インクの保液力の均一化を
図ることができる。発光層の膜厚変動を低減し画素内の輝度ムラをより一層抑制すること
ができる。
【００３０】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記溝部は、前記基板の平面視にお
いて前記複数の開口と連通する連結溝部を有する構成であってもよい。
【００３１】
　係る構成により、非発光領域における溝部の断面プロファイル変化部分は開口の終端部
から離間しているので、開口の終端部においてインクの保液力の均一化を図ることができ
るとともに、非発光領域の列方向長さを減少でき高精細化に資することができる。
【００３２】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記画素において、前記複数の開口
が存在する領域は発光領域、前記溝部が存在する領域は非発光領域であり、前記発光領域
、前記非発光領域は列方向に交互に配置されている構成であってもよい。
【００３３】
　係る構成により、基板に積層された画素電極層と絶縁層に開設された開口により、発光
領域と非発光領域とが、列方向に配置されたサブ画素が行列状に配置する構成を採る表示
パネルを実現できる。
【００３４】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記溝部は、列方向に隣接する２つ
の発光領域にそれぞれ存在する開口と連通している構成であってもよい。
【００３５】
　係る構成により、係る構成により、接続溝部は、発光層材料を含んだインクの列方向へ
の流動性を高めサブ画素間のインク塗布量の変動を抑制する。これより、発光層の膜厚変
動を低減してサブ画素間の輝度ムラを抑制することができる。
【００３６】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、前記開口内に存在する前記有機機能
層は前記画素電極と接触し、前記溝部内に存在する有機機能層は前記画素電極から離間し
ている構成である。
【００３７】
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　係る構成により、開口からは画素電極層が露出してホール注入層に接触しており、開口
内において画素電極層からホール注入層への電荷の供給が可能となり発光領域を構成でき
る。連結溝部と接続溝部は、絶縁層上方が開口した有底の溝形状断面であるので画素電極
層は露出することはない。そのため、溝部内において画素電極層からホール注入層への電
荷の供給はされないため非発光領域を構成できる。
【００３８】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、行方向に切断した前記接続溝部の断
面のプロファイルは、行方向に切断した前記開口の断面のプロファイルに対し、（ａ）前
記絶縁層上面における前記断面の行方向の長さが小さい、（ｂ）前記断面の行方向の長さ
の厚み方向における変化率が小さい、の少なくとも何れか一方である構成であってもよい
。
【００３９】
　係る構成により、インクの保液力を強める特性を持つ接続溝部を開口の終端部に近接さ
せることができるので、開口の終端部においてインクの保液力の減少を防止することがで
きる。発光層の膜厚減少に起因する画素内の輝度ムラを抑制することができる。
【００４０】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、　前記対向電極上方には、さらに、
前記開口に裏面を凸入された接続層が配されており、行方向に切断した前記開口の断面の
プロファイルは、上方に拡幅した台形形状であり、前記接続層の屈折率をｎ1、前記絶縁
層の屈折率をｎ2としたとき、
　１．１≦ｎ1≦１．８　および、
　｜ｎ1－ｎ2｜≧０．２０
の関係を満たす構成であってもよい。
【００４１】
　また、別の態様では、上記何れかの態様において、さらに、前記開口の深さＤ、前記絶
縁層上面側の開口幅Ｗh、前記絶縁層下面側の開口幅Ｗlは、
０．５≦Ｗl／Ｗh≦０．８　および、
０．５≦Ｄ／Ｗl≦２．０
の関係を満たす構成であってもよい。
【００４２】
　係る構成により、開口を行方向に切った開口の断面は上面側に拡幅した所定の台形形状
となり、発光層からの光を効率よく上方に出射することができる。
【００４３】
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法は、複数の画素が行列状に配され
た有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、基板を準備し、前記基板上に行列状に配され
光反射材料からなる複数の画素電極層を形成し、前記基板及び前記画素電極層上に絶縁層
を形成し、感光性樹脂をマスクを介して露光して現像することにより前記絶縁層における
前記画素電極層上方に列方向に沿って行方向に並んだ複数のスリット状の開口と、感光性
樹脂をハーフトーンマスクを介して露光して現像することにより前記基板の平面視におい
て前記開口の少なくとも１つと連通する有底の溝部とを形成し、前記複数の画素電極層の
それぞれの上方に、発光層の材料を含むインクを塗布して乾燥することにより、少なくと
も前記複数の開口内に前記発光層を含む有機機能層を形成し、前記複数の発光層上方に透
光性の対向電極層を形成し、前記開口の形成では、行方向に切断した前記開口の断面のプ
ロファイルは列方向において同一であることを特徴とする。
【００４４】
　係る構成により、機能層の膜厚均一化による高効率化と長寿命化を実現することができ
る塗布型の機能層を有する表示パネルを製造できる。
【００４５】
　本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルでは、上記何れかの態様において、前記溝部
が連通する前記開口の終端部近傍の前記画素電極の一部は、当該一部を除く前記画素電極
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よりも前記対向電極から所定距離離間している構成としてもよい。
【００４６】
　係る構成により、前記離間部分では、電界が弱まるので発光層において有機電界発光が
生じず、離間部分を非発光領域１００ｂに含めることができる。その結果、非発光領域の
拡大により溝部の断面プロファイル変化部分は発光領域からさらに離間するので、発光領
域を構成する開口内におけるインクの保液力の均一化を図ることができる。
【００４７】
　≪実施の形態≫
　１．表示装置１の回路構成
　以下では、実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置１（以後、「表示装置１」とする）の回
路構成について、図１を用い説明する。
【００４８】
　図１に示すように、表示装置１は、有機ＥＬ表示パネル１０（以後、「表示パネル１０
」とする）と、これに接続された駆動制御回路部２０とを有し構成されている。
【００４９】
　表示パネル１０は、有機材料の電界発光現象を利用した有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）パネルであって、複数の有機ＥＬ素子が、例えば、マトリクス
状に配列され構成されている。駆動制御回路部２０は、４つの駆動回路２１～２４と制御
回路２５とにより構成されている。
【００５０】
　なお、表示装置１において、表示パネル１０に対する駆動制御回路部２０の各回路の配
置形態については、図３に示した形態に限定されない。
【００５１】
　２．表示パネル１０の回路構成
　表示パネル１０における、複数の有機ＥＬ素子は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）に発
光する３色のサブ画素（不図示）からなる単位画素１００ｅから構成される。各サブ画素
１００ｓｅの回路構成について、図２を用い説明する。
【００５２】
　図２は、表示装置１に用いる有機ＥＬ表示パネル１０の各サブ画素１００ｓｅに対応す
る有機ＥＬ素子１００における回路構成を示す模式回路図である。表示パネル１０におい
ては、単位画素１００ｅを構成する有機ＥＬ素子１００がマトリクス状に配されて表示領
域を構成している。
【００５３】
　図２に示すように、本実施の形態に係る表示パネル１０では、各サブ画素１００ｓｅが
２つのトランジスタＴｒ1、Ｔｒ2と一つの容量Ｃ、および発光部としての有機ＥＬ素子部
ＥＬとを有し構成されている。トランジスタＴｒ1は、駆動トランジスタであり、トラン
ジスタＴｒ2は、スイッチングトランジスタである。
【００５４】
　スイッチングトランジスタＴｒ2のゲートＧ2は、走査ラインＶｓｃｎに接続され、ソー
スＳ2は、データラインＶｄａｔに接続されている。スイッチングトランジスタＴｒ2のド
レインＤ2は、駆動トランジスタＴｒ1のゲートＧ1に接続されている。
【００５５】
　駆動トランジスタＴｒ1のドレインＤ1は、電源ラインＶａに接続されており、ソースＳ

1は、ＥＬ素子部ＥＬの画素電極層（アノード）に接続されている。ＥＬ素子部ＥＬにお
ける対向電極層（カソード）は、接地ラインＶｃａｔに接続されている。
【００５６】
　なお、容量Ｃは、スイッチングトランジスタＴｒ2のドレインＤ2および駆動トランジス
タＴｒ1のゲートＧ1と、電源ラインＶａとを結ぶように設けられている。
【００５７】
　表示パネル１０においては、隣接する複数のサブ画素１００ｓｅ（例えば、赤色（Ｒ）
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と緑色（Ｇ）と青色（Ｂ）の発光色の３つのサブ画素１００ｓｅ）を組合せて１つの単位
画素１００ｅを構成し、各単位画素１００ｅが分布するように配されて画素領域を構成し
ている。そして、各サブ画素１００ｓｅのゲートＧ2からゲートラインＧＬが各々引き出
され、表示パネル１０の外部から接続される走査ラインＶｓｃｎに接続されている。同様
に、各サブ画素１００ｓｅのソースＳ2からソースラインＳＬが各々引き出され表示パネ
ル１０の外部から接続されるデータラインＶｄａｔに接続されている。
【００５８】
　また、各サブ画素ｓａの電源ラインＶａ及び各サブ画素１００ｓｅの接地ラインＶｃａ
ｔは集約され電源ラインＶａ及び接地ラインＶｃａｔに接続されている。
【００５９】
　３．有機ＥＬ表示パネル１０の全体構成
　本実施の形態に係る表示パネル１０について、図面を用いて説明する。なお、図面は模
式図であって、その縮尺は実際とは異なる場合がある。
【００６０】
　図３は、実施の形態に係る表示パネル１０の一部を示す模式平面図である。図４は、表
示パネル１０の１画素１００を示す図３におけるＸ１部の拡大平面図である。
【００６１】
　表示パネル１０は、有機化合物の電界発光現象を利用した有機ＥＬ表示パネルであり、
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が形成された
基板１００ｘ（ＴＦＴ基板）に、各々が画素を構成する複数の有機ＥＬ素子１００が行列
状に配され、上面より光を発するトップエミッション型の構成を有する。図３に示すよう
に、表示パネル１０は、各画素を構成する有機ＥＬ素子１００が行列状に配されている。
ここで、本明細書では、図３におけるＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向を、それぞれ表示パネル１
０における、行方向、Ｙ方向、厚み方向とする。
【００６２】
　図３に示すように、表示パネル１０には、複数の画素電極層１１９が基板１００ｘ上に
行列状に配され、それらを覆うように絶縁層１２２が積層されている。
【００６３】
　絶縁層１２２の上限膜厚は、１０μｍ以下の場合は、膜厚ばらつき、ボトム線幅の制御
の観点から製造上形状コントロールが可能となり、７μｍ以下の場合には、露光工程での
露光量時間増大によるタクト増加を抑え、量産工程での生産性低下を抑制することができ
る。また、下限膜厚は、膜厚が薄くなるとともにボトム線幅を膜厚とほぼ同程度に細くす
る必要があり、露光機及び材料の解像限界により決定される。絶縁層１２２の下限膜厚は
、１μｍ以上の場合には半導体用のステッパーにより製造可能であり、２μｍ以上の場合
にはフラットパネル用ステッパー及びスキャナーにより製造可能である。したがって、絶
縁層１２２の厚みは、例えば、１μｍ以上１０μｍ以下、より好ましくは２μｍ以上７μ
以下であることが好ましい。本実施の形態では、約５．０μｍとした。画素電極層１１９
は、平面視において矩形形状であり、光反射材料からなる。行列状に配された画素電極層
１１９は、行方向に順に並んだ３つのサブ画素１００ａＲ、Ｇ、Ｂ（Ｒ、Ｇ、Ｂを区別し
ないときは「１００ａ」とする）に対応する。
【００６４】
　行列状に配されている画素電極層１１９の上方には、それぞれの画素電極層１１９の上
方に３本のスリット状の開口１２２ｚ１、１２２ｚ２、１２２ｚ３が開設された絶縁層１
２２が積層されている。各開口を長尺方向に垂直に切断した断面は、図４に示すように、
断面が絶縁層１２２の上面側に拡幅した所定の台形形状とした開口を備えたリフレクタ構
造とすることで、発光層１２３からの光取り出し効率を良化することができる。効果的な
リフレクタ構造の形状、屈折率条件については後述する。
【００６５】
　開口１２２ｚ１、１２２ｚ２、１２２ｚ３の行列方向の外縁間の矩形領域が有機化合物
により光を発する領域である発光領域１００ａとなる。ここで、絶縁層１２２における発
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光領域１００ａの間隙のうち、列方向に並設した発光領域１００ａ間の行方向間隙を絶縁
層１２２Ｙ、行方向に並設した発光領域１００ａ間の行方向間隙を絶縁層１２２Ｘとする
。そうすると、発光領域１００ａの列方向における外縁は絶縁層１２２Ｘの列方向外縁に
より規定され、発光領域１００ａの行方向における外縁は絶縁層１２２Ｙの列行方向外縁
により規定される。
【００６６】
　列方向に隣接する２つの画素電極層１１９の列方向外縁及び外縁に隣接する領域の上方
には、各条が行方向（図３のＸ方向）に延伸する絶縁層１２２Ｘが複数列方向に並設され
ている。絶縁層１２２Ｘが形成される領域が非発光領域１００ｂとなる。図３に示すよう
に、表示パネル１０では、複数の発光領域１００ａと非発光領域１００ｂとが、列方向に
交互に並んで配されている。非発光領域１００ｂには、接続電極層１１７を介して画素電
極層１１９とＴＦＴのソースＳ1とを接続する接続凹部１１９ｃ（コンタクトホール）が
あり、画素電極層１１９に対して電気接続するための画素電極層１１９上のコンタクト領
域１１９ｂ（コンタクトウインドウ）が設けられている。
【００６７】
　表示パネル１０では、ライン状のバンクを採用しており、絶縁層１２２Ｙ上であって、
行方向に隣接する２つの画素電極層１１９の行方向外縁及び外縁に隣接する領域の上方に
は、各条が列方向（図３のＹ方向）に延伸する列バンク５２２Ｙが複数行方向に並設され
ている。
【００６８】
　隣り合う列バンク５２２Ｙ間を間隙５２２ｚと定義したとき、表示パネル１０は、列バ
ンク５２２Ｙと間隙５２２ｚとが交互に多数並んだ構成を採る。
【００６９】
　表示パネル１０は、赤色に発光する１００ａＲ、緑色に発光する１００ａＧ、青色に発
光する１００ａＢ（以後、１００ａＲ、１００ａＧ、１００ａＢを区別しない場合は、「
１００ａ」と略称する）の３種類の発光領域１００ａを有する。これに対応して、間隙５
２２ｚには、発光領域１００ａＲに対応する赤色間隙５２２ｚＲ、発光領域１００ａＧに
対応する緑色間隙５２２ｚＧ、発光領域１００ａＢに対応する青色間隙５２２ｚＢ（以後
、間隙５２２ｚＲ、間隙５２２ｚＧ、間隙５２２ｚＢを区別しない場合は、「間隙５２２
ｚ」とする）が存在する。そして、行方向に並んだ３つのサブ画素１００ｓｅのそれぞれ
に対応する発光領域１００ａＲ、１００ａＧ、１００ａＢが１組となりカラー表示におけ
る１つの単位画素１００ｅを構成している。
【００７０】
　画素電極層１１９上方には、画素電極層１１９の列行向外縁部と重なる複数の列遮光層
１２９Ｙが、画素電極層１１９の列方向外縁部と重なりコンタクト領域１１９ｂ内の一部
領域とは重ならない行遮光層１２９Ｘが配されている。
【００７１】
　４．表示パネル１０の各部構成
　表示パネル１０における有機ＥＬ素子１００の構成を図５～９の模式断面図を用いて説
明する。図５は図４におけるＡ１－Ａ１で、図６はＡ２－Ａ２で、図７はＢ１－Ｂ１で、
図８はＢ２－Ｂ２で、図９はＢ３－Ｂ３においてそれぞれ切断した模式断面図である。
【００７２】
　本実施の形態に係る表示パネル１０は、トップエミッション型の有機ＥＬ表示パネルで
あって、Ｚ軸方向下方に薄膜トランジスタが形成された基板１００ｘ（ＴＦＴ基板）が構
成され、その上に有機ＥＬ素子部が構成されている。
【００７３】
　４．１　基板１００ｘ（ＴＦＴ基板）
　図５に示すように、下部基板１００ｐ上には、ゲート電極１０１、１０２が互いに間隔
をあけて形成され、ゲート電極１０１、１０２および基板１００ｘの表面を被覆するよう
に、ゲート絶縁層１０３が形成されている。ゲート絶縁層１０３上には、ゲート電極１０
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１、１０２のそれぞれに対応してチャネル層１０４、１０５が形成されている。そして、
チャネル層１０４、１０５およびゲート絶縁層１０３の表面を被覆するように、チャネル
保護層１０６が形成されている。
【００７４】
　チャネル保護層１０６上には、ゲート電極１０１およびチャネル層１０４に対応して、
ソース電極１０７およびドレイン電極１０８が互いに間隔をあけて形成され、同様に、ゲ
ート電極１０２およびチャネル層１０５に対応して、ソース電極１１０およびドレイン電
極１０９が互いに間隔をあけて形成されている。
【００７５】
　各ソース電極１０７、１１０および各ドレイン電極１０８、１０９の下部には、チャネ
ル保護層１０６を挿通してソース下部電極１１１、１１５およびドレイン下部電極１１２
、１１４が設けられている。ソース下部電極１１１およびドレイン下部電極１１２は、Ｚ
軸方向下部において、チャネル層１０４に接触し、ドレイン下部電極１１４およびソース
下部電極１１５は、Ｚ軸方向下部において、チャネル層１０５に接触している。
【００７６】
　また、ドレイン電極１０８とゲート電極１０２とは、ゲート絶縁層１０３およびチャネ
ル保護層１０６を挿通して設けられたコンタクトプラグ１１３により接続されている。
【００７７】
　なお、ゲート電極１０１が図２のゲートＧ2に対応し、ソース電極１０７が図２のソー
スＳ2に対応し、ドレイン電極１０８が図２のドレインＤ2に対応している。同様に、ゲー
ト電極１０２が図２のゲートＧ1に対応し、ソース電極１１０が図２のソースＳ1に対応し
、ドレイン電極１０９が図２のドレインＤ1に対応している。よって、図５におけるＹ軸
方向左側にスイッチングトランジスタＴｒ2が形成され、それよりもＹ軸方向右側に駆動
トランジスタＴｒ1が形成されている。
【００７８】
　ただし、上記した構成は一例であり、各トランジスタＴｒ1、Ｔｒ2の配置形態について
は、トップゲート式、ボトムゲート式、チャネルエッチ式、エッチストップ式など何れの
構成を用いてもよく、図５に示す構成に限定されるものではない。
【００７９】
　ソース電極１０７、１１０およびドレイン電極１０８、１０９およびチャネル保護層１
０６の上を被覆するように、パッシベーション層１１６が形成されている。パッシベーシ
ョン層１１６には、ソース電極１１０の上方の一部にコンタクト孔１１６ａが開設され、
コンタクト孔１１６ａの側壁に沿うように接続電極層１１７がこの順に積層されて設けら
れている。
【００８０】
　接続電極層１１７は、Ｚ軸方向下部において、ソース電極１１０に接続され、上部の一
部がパッシベーション層１１６の上に乗り上げた状態となっている。接続電極層１１７お
よびパッシベーション層１１６の上を被覆するように、層間絶縁層１１８が堆積されてい
る。
【００８１】
　４．２　有機ＥＬ素子部
　（１）画素電極層１１９
　層間絶縁層１１８上には、サブ画素単位で画素電極層１１９が設けられている。画素電
極層１１９は、発光層１２３へキャリアを供給するためのものであり、例えば陽極として
機能した場合は、発光層１２３へホールを供給する。また、パネル１０がトップエミッシ
ョン型であるため、画素電極層１１９は、光反射性を有し、画素電極層１１９の形状は、
矩形形状をした平板状であり、行方向に間隔δＸをあけて、間隙５２２ｚのそれぞれにお
いて列方向に間隔δＹをあけて基板１００ｘ上に配されている。また、層間絶縁層１１８
における接続電極層１１７の上方に開設されたコンタクトホール１１８ａを通して、画素
電極層１１９の接続凹部１１９ｃと接続電極層１１７とが接続されている。これにより、
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接続電極層１１７を介して画素電極層１１９とＴＦＴのソースＳ1とが接続される。接続
凹部１１９ｃは、画素電極層１１９の一部を基板１００ｘ方向に凹入された構造である。
【００８２】
　画素電極層１１９の列方向外縁部１１９ａ１、ａ２のうち、接続凹部１１９ｃが存在す
る側の外縁部１１９ａ２を起点とし接続凹部１１９ｃを含む領域までの範囲をコンタクト
領域１１９ｂとする。
【００８３】
　（２）絶縁層１２２
　行列状に配されている画素電極層１１９の少なくとも端縁を被覆するように絶縁物から
なる絶縁層１２２が形成されている。
【００８４】
　絶縁層１２２には、それぞれの画素電極層１１９について、コンタクト領域１１９ｂを
除いた画素電極層１１９の上方にスリット状の開口１２２ｚが開設されている。図７に示
すように、開口１２２ｚ１、２、３内では画素電極層１１９の上面に絶縁層１２２が存在
せず、これらの開口からは画素電極層１１９が露出し後述するホール注入層１２０に接触
している。そのため、これらの開口内において画素電極層１１９からホール注入層１２０
への電荷の供給が可能となる。そのため、開口１２２ｚ１、１２２ｚ２、１２２ｚ３を含
む最小の矩形領域が各色の有機化合物により光を発する領域である発光領域１００ａ、列
方向に並んだ発光領域１００ａ間の間隙部分が非発光領域１００ｂとなる。絶縁層１２２
における、開口１２２ｚ１、１２２ｚ２間の部分を桟１２２ｗ１とし、開口１２２ｚ２、
１２２ｚ３間の部分を桟１２２ｗ２とする。
【００８５】
　また、列方向に延伸して行方向に並設される発光領域１００ａ間の間隙部分を絶縁層１
２２Ｙとする。そのため、絶縁層１２２Ｙは行方向における各サブ画素１００ｓｅの発光
領域１００ａの外縁を規定している。絶縁層１２２Ｙ、桟１２２ｗ１、ｗ２を行方向に平
行に切った断面は上方に縮幅する台形形状である。これにより、発光層１２３からの光を
効率よく上方に出射することができる。
【００８６】
　また、絶縁層１２２における、行方向に延伸して列方向に並設される発光領域１００ａ
間の間隙部分を絶縁層１２２Ｘ（非発光領域１００ｂに相当）とする。図４（ａ）に示す
ように、絶縁層１２２Ｘは、画素電極層１１９におけるコンタクト領域１１９ｂと、画素
電極層１１９の列方向外縁部１１９ａ１及び列方向に隣接する画素電極層１１９の列方向
外縁部ａ２の上方に配されている。絶縁層１２２Ｘは、画素電極層１１９の外縁部１１９
ａ１、ａ２を被覆することにより対向電極層１２５との間の電気的リークを防止するとと
もに、列方向における各サブ画素１００ｓｅの発光領域１００ａの外縁を規定する。
【００８７】
　絶縁層１２２Ｘには、図８に示すように、基板１００ｘの開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３
とそれぞれ連通する絶縁層１２２上方が開口した有底の接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３
が配され、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３は、列方向に隣接するサブ画素内の開口１２
２ｚ１、ｚ２、ｚ３と連通している。係る構成により、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３
は、発光層１２３の材料となる有機化合物を含んだインクの列方向への流動性を高めサブ
画素間のインク塗布量の変動を抑制する。
【００８８】
　また、図９に示すように、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３に連通する行方向に沿った
有底の連結溝部１２２ｖ０と配されている。連結溝部１２２ｖ０により、絶縁層１２２Ｘ
は、発光層１２３の材料となる有機化合物を含んだインクの接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、
ｖ３間の流動性を高めサブ画素内のインク塗布量の不均一性を低減する。連結溝部１２２
ｖ０と接続溝部ｖ１、ｖ２、ｖ３は、絶縁層１２２上方が開口した有底の溝形状断面であ
るので画素電極層１１９は露出することはなく、発光には寄与しない。
【００８９】
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　各溝部を長尺方向に垂直に切断した断面は、図８に示すように、絶縁層１２２Ｘの上面
１２２Ｘｂ側に拡幅した台形形状であり、接続溝部ｖ１、ｖ２、ｖ３絶縁層１２２の厚み
ｔ１及び溝部ｖ０の底における絶縁層１２２の厚みｔ２の上限膜厚は、インクの濡れ広が
りの観点から２μｍ以下が好ましく、１．２μｍ以下の場合には、インクの濡れ広がりが
更に良化する。また、下限膜厚は、画素電極層１１９端部が絶縁層１２２で被覆され画素
電極層１１９と対向電極層１２５がショートする事なく一定の歩留りで製造可能とする為
には０．１μｍ以上が好ましく、０．２μｍ以上であれば、膜厚ばらつきに伴う上記のシ
ョート不良が軽減され安定的に製造可能になる為、更に良い。
【００９０】
　したがって、続溝部ｖ１、ｖ２、ｖ３における絶縁層１２２の厚みｔ１及び溝部ｖ０の
底における絶縁層１２２の厚みｔ２は、ともに、例えば、例えば、０．１μｍ以上２μｍ
以下、より好ましくは０．２μｍ以上１．２μｍ以下であることが好ましい。本実施の形
態では、約１．０μｍとした。
【００９１】
　ここで、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３の断面のプロファイルとは、絶縁層１２２上面に
おける開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３の断面の行方向の長さ、及び開口１２２ｚ１、ｚ２、
ｚ３の断面の厚み方向の長さから規定される。さらに、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３の断
面の行方向の長さの厚み方向における変化率から規定されてもよい。このようなパラメー
タで規定される開口の断面のプロファイルにおいて、開口断面の行方向の長さが小さいほ
ど、開口断面の厚み方向の長さが大きいほど、又は、開口断面の行方向の長さの厚み方向
における変化率が小さいほど、インクの表面張力が増加し絶縁層１２２のインクに対する
保液力も増加する。その結果形成される発光層１２３の膜厚は厚くなる。
【００９２】
　発光パネル１０では、行方向に切断した開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３それぞれの断面の
プロファイルは列方向において同一である構成を採る。
【００９３】
　これにより、開口の断面プロファイルを列方向において同一にすることにより、製造工
程において発光層１２３となる有機化合物の材料を含むインクを塗布する際に保液力に影
響を与える要因の変動を抑制し、画素内の発光領域１００ａ内においてインクの保液力の
均一化を図り、形成される発光層１２３の膜厚変動を低減して輝度ムラの防止することが
できる。
【００９４】
　あるいは、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３の断面のプロファイルは列方向に沿って連続的
に変化している構成を採ることもできる。ここで「行方向に切断した開口の断面のプロフ
ァイルは列方向において同一又は列方向に沿って連続的に変化している」とは、上述のと
おり、少なくとも、絶縁層上面における開口の断面の行方向の長さ、及び開口の断面の厚
み方向の長さが、列方向において不連続に変化している部分が１つの開口内に存在しない
ことを指す。
【００９５】
　開口の断面プロファイルが列方向に不連続に変化することを防止する構成とした場合に
は、保液力に影響を与える要因の急激な変動を抑制し、画素内の発光領域内においてイン
クの保液力の急激な変動を抑制し、形成される発光層１２３の膜厚の急激な変動を防止し
て、急峻な輝度ムラの防止できる。
【００９６】
　（３）列バンク５２２Ｙ
　列バンク５２２Ｙは、絶縁層１２２Ｙ上方に列方向に延伸して行方向に複数並設されて
いる。列バンク５２２Ｙは、発光層１２３の材料となる有機化合物を含んだインクの行方
向への流動を堰き止めて形成される発光層１２３の行方向外縁を規定するものである。列
バンク５２２Ｙは、画素電極層１１９の行方向における外縁部１１９ａ３、ａ４上方に存
在し、画素電極層１１９の一部と重なった状態で形成されている。列バンク５２２Ｙの形
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状は、行方向に延伸する線状であり、列方向に平行に切った断面は上方を縮幅する台形形
状である。列バンク５２２Ｙは絶縁層１２２Ｘと直交する行方向に沿った状態で設けられ
ており、列バンク５２２Ｙは絶縁層１２２Ｘの上面よりも高い位置に上面を有する。
【００９７】
　（４）ホール注入層１２０、ホール輸送層１２１
　絶縁層１２２、列バンク５２２Ｙ、及び開口１２２ｚ内における画素電極層１１９上に
は、ホール注入層１２０、ホール輸送層１２１が順に積層され、ホール輸送層１２１はホ
ール注入層１２０に接触している。ホール注入層１２０、ホール輸送層１２１は、画素電
極層１１９から注入されたホールを発光層１２３へ輸送する機能を有する。
【００９８】
　（５）発光層１２３
　表示パネル１０は、列バンク５２２Ｙとその間隙５２２ｚとが交互に多数並んだ構成を
有する。列バンク５２２Ｙにより規定された間隙５２２ｚには、ホール輸送層１２１の上
面に発光層１２３が列方向に延伸して形成されている。発光領域１００ａＲに対応する赤
色間隙５２２ｚＲ、発光領域１００ａＧに対応する緑色間隙５２２ｚＧ、発光領域１００
ａＢに対応する青色間隙５２２ｚＢには、それぞれ各色に発光する発光層１２３が形成さ
れている。
【００９９】
　発光層１２３は、有機化合物からなる層であり、内部でホールと電子が再結合すること
で光を発する機能を有する。間隙５２２ｚ内では、発光層１２３は列方向に延伸するよう
に線状に設けられている。
【０１００】
　発光層１２３は、画素電極層１１９からキャリアが供給される部分のみが発光するので
、層間に絶縁物である絶縁層１２２が存在する範囲では、有機化合物の電界発光現象が生
じない。そのため、発光層１２３は、絶縁層１２２が介在しない開口１２２ｚ内に位置す
る部分のみが発光して、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３を含む最小の矩形領域が発光領域１
００ａとなる。
【０１０１】
　発光層１２３のうち絶縁層１２２Ｘ上にある部分は発光せず、この部分は非発光領域１
００ｂとなる。すなわち、非発光領域１００ｂとは、絶縁層１２２Ｘを平面視方向に投影
した領域となる。
【０１０２】
　（６）電子輸送層１２４
　列バンク５２２Ｙ上及び列バンク５２２Ｙにより規定された間隙５２２ｚ内には、発光
層１２３の上に電子輸送層１２４が形成されている。また、本例では、発光層１２３から
露出する各列バンク５２２Ｙ上にも配されていている。電子輸送層１２４は、対向電極層
１２５から注入された電子を発光層１２３へ輸送する機能を有する。
【０１０３】
　（７）対向電極層１２５
　電子輸送層１２４を被覆するように、対向電極層１２５が積層形成されている。対向電
極層１２５については、表示パネル１０全体に連続した状態で形成され、ピクセル単位あ
るいは数ピクセル単位でバスバー配線に接続されていてもよい（図示を省略）。対向電極
層１２５は、画素電極層１１９と対になって発光層１２３を挟むことで通電経路を作り、
発光層１２３へキャリアを供給するものであり、例えば陰極として機能した場合は、発光
層１２３へ電子を供給する。対向電極層１２５は、電子輸送層１２４の表面に沿って形成
され、各発光層１２３に共通の電極となっている。
【０１０４】
　対向電極層１２５は、表示パネル１０がトップエミッション型であるため、光透過性を
有する導電材料が用いられる。例えば、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）や酸化インジウム
亜鉛（ＩＺＯ）などを用いることができる。また、銀（Ａｇ）又はアルミニウム（Ａｌ）
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などを薄膜化した電極を用いてもよい。
【０１０５】
　（８）封止層１２６
　対向電極層１２５を被覆するように、封止層１２６が積層形成されている。封止層１２
６は、発光層１２３が水分や空気などに触れて劣化することを抑制するためのものである
。封止層１２６は、対向電極層１２５の上面を覆うように表示パネル１０全面に渡って設
けられている。封止層１２６の材料としては、表示パネル１０がトップエミッション型で
あるため、例えば窒化シリコン、酸窒化シリコンなどの光透過性材料が用いられる。
【０１０６】
　（９）接合層１２７
　封止層１２６のＺ軸方向上方には、上部基板１３０のＺ軸方向下側の主面にカラーフィ
ルタ層１２８および遮光層１２９が形成されたＣＦ基板１３１が配されており、接合層１
２７により接合されている。接合層１２７は、基板１００ｘから封止層１２６までの各層
からなる背面パネルとＣＦ基板１３１とを貼り合わせるとともに、各層が水分や空気に晒
されることを防止する機能を有する。
【０１０７】
　（１０）上部基板１３０
　接合層１２７の上に、上部基板１３０にカラーフィルタ層１２８、遮光層１２９が形成
されたＣＦ基板１３１が設置・接合されている。上部基板１３０には、表示パネル１０が
トップエミッション型であるため、例えば、カバーガラス、透明樹脂フィルムなどの光透
過性材料が用いられる。また、上部基板１３０により、表示パネル１０、剛性向上、水分
や空気などの侵入防止などを図ることができる。
【０１０８】
　（１１）カラーフィルタ層１２８
　上部基板１３０には画素の各色発光領域１００ａに対応する位置にカラーフィルタ層１
２８が形成されている。カラーフィルタ層１２８は、Ｒ、Ｇ、Ｂに対応する波長の可視光
を透過させるために設けられる透明層であり、各色画素から出射された光を透過させて、
その色度を矯正する機能を有する。例えば、本例では、赤色間隙５２２ｚＲ内の発光領域
１００ａＲ、緑色間隙５２２ｚＧ内の発光領域１００ａＧ、青色間隙５２２ｚＢ内の発光
領域１００ａＢの上方に、赤色、緑色、青色のフィルタ層１２８Ｒ、Ｇ、Ｂが各々形成さ
れている。カラーフィルタ層１２８は、具体的には、例えば、複数の開口部を画素単位に
行列状に形成されたカラーフィルタ形成用のカバーガラスからなる上部基板１３０に対し
、カラーフィルタ材料および溶媒を含有したインクを塗布する工程により形成される。
【０１０９】
　（１２）遮光層１２９
　上部基板１３０には、各画素の発光領域１００ａ間の境界に対応する位置に遮光層１２
９が形成されている。
【０１１０】
　遮光層１２９は、Ｒ、Ｇ、Ｂに対応する波長の可視光を透過させないために設けられる
黒色樹脂層であって、例えば光吸収性および遮光性に優れる黒色顔料を含む樹脂材料から
なる。表示パネル１０内部への外光の入射を防止したり、上部基板１３０越しに内部部品
が透けて見えるのを防止したり、外光の照り返しを抑えて表示パネル１０のコントラスト
を向上させたりする目的で形成されている。外光の照り返しは、上部基板１３０の上方か
ら表示パネル１０に進入し画素電極層１１９で反射して再び上部基板１３０から出射され
ることにより生じる現象である。
【０１１１】
　また、遮光層１２９は、各色画素から出射される光のうち隣接画素に漏れ出る光を遮断
することにより、画素境界が不明瞭となることを防止するとともに、画素から出射される
光の色純度を高める機能を有する。
【０１１２】
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　遮光層１２９には、列方向に延伸して行方向に複数並設されている列遮光層１２９Ｙと
、行方向に延伸して列方向に複数並設されている行遮光層１２９Ｘとがあり、列遮光層１
２９Ｙと行遮光層１２９Ｘとは格子状をなしている。有機ＥＬ素子１００では、列遮光層
１２９Ｙは、図４に示すように、絶縁層１２２Ｙと重なる位置に配され、行遮光層１２９
Ｘは、図５に示すように、絶縁層１２２Ｘと重なる位置に配されている。
【０１１３】
　４．３　各部の構成材料
　図５、６、７に示す各部の構成材料について、一例を示す。
【０１１４】
　（１）基板１００ｘ（ＴＦＴ基板）
　基板１００ｘ０は、公知のＴＦＴ基板の材料を用いることができる
　下部基板１００ｐとしては、例えば、ガラス基板、石英基板、シリコン基板、硫化モリ
ブデン、銅、亜鉛、アルミニウム、ステンレス、マグネシウム、鉄、ニッケル、金、銀な
どの金属基板、ガリウム砒素基などの半導体基板、プラスチック基板等を採用することが
できる。
【０１１５】
　プラスチック材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂いずれの樹脂を用いてもよい
。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリイミド（ＰＩ）ポリカーボ
ネート、アクリル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフ
タレート、ポリアセタール、その他フッ素系樹脂、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ
塩化ビニル系、ポリウレタン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可塑性
エラストマー、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル、シリコーン樹脂、ポリウレタン等、
またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらの
うち１種、または２種以上を積層した積層体を用いることができる。
【０１１６】
　ゲート電極１０１、１０２としては、例えば、銅（Ｃｕ）とモリブデン（Ｍｏ）との積
層体を採用している。ただし、他の金属材料を採用することも可能である。
【０１１７】
　ゲート絶縁層１０３としては、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）、窒化シリコン（Ｓ
ｉＮｘ）など、電気絶縁性を有する材料であれば、公知の有機材料や無機材料のいずれも
用いることができる。
【０１１８】
　チャネル層１０４、１０５としては、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、亜鉛（
Ｚｎ）から選択される少なくとも一種を含む酸化物半導体を採用することができる。
【０１１９】
　チャネル保護層１０６としては、例えば、酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）、窒化シリコン
（ＳｉＮ）、あるいは酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）を用いることができる。
【０１２０】
　ソース電極１０７、１１０、ドレイン電極１０８、１０９としては、例えば、銅マンガ
ン（ＣｕＭｎ）と銅（Ｃｕ）とモリブデン（Ｍｏ）の積層体を採用することができる。
【０１２１】
　また、ソース下部電極１１１、１１５およびドレイン下部電極１１２、１１４について
も、同様の材料を用い構成することができる。
【０１２２】
　パッシベーション層１１６は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ2）、窒化シリコン（Ｓ
ｉＮ）や酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）、酸化シリコン（ＳｉＯ）や酸窒化シリコン（Ｓｉ
ＯＮ）を用いることもできる。
【０１２３】
　接続電極層１１７としては、例えば、モリブデン（Ｍｏ）と銅（Ｃｕ）と銅マンガン（
ＣｕＭｎ）との積層体を採用することができる。ただし、導電性を有する材料から適宜選
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択することが可能である。
【０１２４】
　層間絶縁層１１８は、例えば、ポリイミド、ポリアミド、アクリル系樹脂材料などの有
機化合物を用い形成されており、層厚は、例えば、２０００［ｎｍ］～８０００［ｎｍ］
の範囲とすることができる。
【０１２５】
　（２）画素電極層１１９
　画素電極層１１９は、金属材料から構成されている。トップエミッション型の本実施の
形態に係る表示パネル１０の場合には、その表面部が高い反射性を有することが好ましい
。本実施の形態に係る表示パネル１０では、画素電極層１１９は、金属層、合金層、透明
導電膜の中から選択される複数の膜を積層させた構造であってもよい。金属層としては、
例えば、銀（Ａｇ）またはアルミニウム（Ａｌ）を含む金属材料から構成することができ
る。合金層としては、例えば、ＡＰＣ（銀、パラジウム、銅の合金）、ＡＲＡ（銀、ルビ
ジウム、金の合金）、ＭｏＣｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＮｉＣｒ（ニッケルとク
ロムの合金）等を用いることができる。透明導電層の構成材料としては、例えば、酸化イ
ンジウムスズ（ＩＴＯ）や酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）などを用いることができる。
【０１２６】
　（３）絶縁層１２２
　絶縁層１２２は、絶縁性材料から構成された層であり、例えば、アクリル系樹脂、ポリ
イミド系樹脂、ノボラック型フェノール樹脂等の有機系の感光性樹脂材料を用いることが
できる。より好ましくは、アクリル系樹脂を用いることが望ましい。屈折率が低くリフレ
クタとして好適であるからである。無機材料を用いる場合には、屈折率の観点から、例え
ば、酸化シリコン（ＳｉＯ）を用いることが好ましい。絶縁層１２２は、約５［μｍ］の
層である。ただし、層厚は、これに限定されるものではなく、例えば、１［μｍ］～１０
［μｍ］の範囲とすることができる。上記材料の他、酸化シリコン（ＳｉＯ）を用いるこ
ともできる。
【０１２７】
　（４）列バンク５２２Ｙ
　列バンク５２２Ｙは、樹脂等の有機材料を用い形成されており絶縁性を有する。列バン
ク５２２Ｙの形成に用いる有機材料の例としては、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、
ノボラック型フェノール樹脂等があげられる。列バンク５２２は、有機溶剤耐性を有する
ことが好ましい。さらに、列バンク５２２Ｙは、製造工程中において、エッチング処理、
ベーク処理など施されることがあるので、それらの処理に対して過度に変形、変質などを
しないような耐性の高い材料で形成されることが好ましい。また、表面に撥水性をもたせ
るために、表面をフッ素処理することもできる。また、列バンク５２２Ｙの形成にフッ素
を含有した材料を用いてもよい。
【０１２８】
　（５）ホール注入層１２０
　ホール注入層１２０は、例えば、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、
バナジウム（Ｖ）、タングステン（Ｗ）、ニッケル（Ｎｉ）、イリジウム（Ｉｒ）などの
酸化物、あるいは、ＰＥＤＯＴ（ポリチオフェンとポリスチレンスルホン酸との混合物）
などの導電性ポリマー材料からなる層である。
【０１２９】
　ホール注入層１２０を遷移金属の酸化物から構成する場合には、複数の酸化数をとるた
めこれにより複数の準位をとることができ、その結果、ホール注入が容易になり駆動電圧
を低減することができる。
【０１３０】
　（６）ホール輸送層１２１
　ホール輸送層１２１は、例えば、ポリフルオレンやその誘導体、あるいはポリアリール
アミンやその誘導体などの高分子化合物などを用いることができる。
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【０１３１】
　（７）発光層１２３
　発光層１２３は、上述のように、ホールと電子とが注入され再結合されることにより励
起状態が生成され発光する機能を有する。発光層１２３の形成に用いる材料は、湿式印刷
法を用い製膜できる発光性の有機材料を用いることが必要である。
【０１３２】
　具体的には、例えば、特許公開公報（日本国・特開平５－１６３４８８号公報）に記載
のオキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサ
ゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフ
タレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラ
セン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロン化合物、
ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナン
トレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物
、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレ
ンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物
、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリ
ゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、アンスラセン化合物、シアニン化合物、ア
クリジン化合物、８－ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、２－ビピリジン化合物の金
属錯体、シッフ塩とＩＩＩ族金属との錯体、オキシン金属錯体、希土類錯体などの蛍光物
質で形成されることが好ましい。
【０１３３】
　（８）電子輸送層１２４
　電子輸送層１２４は、例えば、オキサジアゾール誘導体（ＯＸＤ）、トリアゾール誘導
体（ＴＡＺ）、フェナンスロリン誘導体（ＢＣＰ、Ｂｐｈｅｎ）などを用い形成されてい
る。
【０１３４】
　（９）対向電極層１２５
　対向電極層１２５は、例えば、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）若しくは酸化インジウム
亜鉛（ＩＺＯ）などを用い形成される。また、銀（Ａｇ）又はアルミニウム（Ａｌ）など
を薄膜化した電極を用いてもよい。
【０１３５】
　（１０）封止層１２６
　封止層１２６は、発光層１２３などの有機層が水分に晒されたり、空気に晒されたりす
ることを抑制する機能を有し、例えば、窒化シリコン（ＳｉＮ）、酸窒化シリコン（Ｓｉ
ＯＮ）などの透光性材料を用い形成される。また、窒化シリコン（ＳｉＮ）、酸窒化シリ
コン（ＳｉＯＮ）などの材料を用い形成された層の上に、アクリル樹脂、シリコーン樹脂
などの樹脂材料からなる封止樹脂層を設けてもよい。
【０１３６】
　封止層１２６は、トップエミッション型である本実施の形態に係る表示パネル１０の場
合においては、光透過性の材料で形成されることが必要となる。
【０１３７】
　（１１）接合層１２７
　接合層１２７の材料は、例えば、樹脂接着剤等からなる。接合層１２７は、アクリル樹
脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂などの透光性材料樹脂材料を採用することができる。
【０１３８】
　（１２）上部基板１３０
　上部基板１３０としては、例えば、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板等透光性
材料を採用することができる。
【０１３９】
　（１３）カラーフィルタ層１２８
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　カラーフィルタ層１２８としては、公知の樹脂材料（例えば市販製品として、ＪＳＲ株
式会社製カラーレジスト）等を採用することができる。
【０１４０】
　（１４）遮光層１２９
　遮光層１２９としては、紫外線硬化樹脂（例えば紫外線硬化アクリル樹脂）材料を主成
分とし、これに黒色顔料を添加してなる樹脂材料からなる。黒色顔料としては、例えば、
カーボンブラック顔料、チタンブラック顔料、金属酸化顔料、有機顔料など遮光性材料を
採用することができる。
【０１４１】
　４．４　リフレクタ構造による光取り出し効率を向上
　表示パネル１０では、開口１２２ｚが開設された絶縁層１２２と絶縁層１２２の開口１
２２ｚに裏面を凸入された接合層１２７からなるリフレクタ（反射構造）と両部材間に存
在する発光層１２３とを備え、行方向に切断した開口１２２ｚの断面のプロファイルは、
上方に拡幅した台形形状であり、接合層１２７の屈折率をｎ1、絶縁層１２２の屈折率を
ｎ2としたとき、
　　　　　１．１≦ｎ1≦１．８　　　　　　　　（式１）
　　　　　｜ｎ1－ｎ2｜≧０．２０　　　　　　　（式２）
を満たすことを特徴とする。ｎ2は、１．４以上１．６以下であることが好ましい。
【０１４２】
　また、さらに、開口１２２ｚの断面における深さＤ、絶縁層１２２の上面側の開口幅Ｗ

h、絶縁層１２２の上面側の開口幅Ｗlは、
　　　　　０．５≦Ｗl／Ｗh≦０．８　　　　　　（式３）
　　　　　０．５≦Ｄ／Ｗl≦２．０　　　　　　　（式４）
関係を満たすことが好ましい。
【０１４３】
　係る形状、屈折率条件とすることにより、絶縁層１２２の開口１２２ｚによるリフレク
タ構造により発光層１２３からの光取り出し効率を向上することができる。その結果、発
明者らの検討によると、リフレクタ構造が無い場合に対しサブ画素当りの輝度を１．２～
１．５倍に増加することができる。
【０１４４】
　図１０（ａ）は、リフレクタ構造を用いた有機ＥＬ素子１００において、全反射を得る
ための開口１２２ｚ壁面の傾斜角をαの算出方法を示した模式図、（ｂ）は、発光した光
が開口１２２ｚ壁面で反射して有効な視野角γ’に届く有効発光範囲Ｌの算出方法を示し
た模式図である。
【０１４５】
　図１０（ａ）において、開口１２２ｚ壁面への入射角をφとすると、
　　　　　φ＝２（９０－α）＝１８０－２α　（式７）
　　　　　α＝９０－φ／２　　　　　　　　　（式８）
全反射を得るための傾斜角αｚは、
　　　　　αｚ＝ａｓｉｎ（ｎ2／ｎ1）　　　（式９）
より算出される。
【０１４６】
　図１０（ｂ）において、発光した光が開口１２２ｚ壁面で反射して有効な視野角γ’に
届く有効発光範囲Ｌは、
　　　　　γ＝ｓｉｎ－１（ｓｉｎγ’／ｎ１））　（式１０）
　　　　　β＝９０－φ－γ　　　　　　　　　　　（式１１）
　　　　　Ｌ＝ｈ（１／ｔａｎβ－１／ｔａｎα）　（式１２）
より算出される。
【０１４７】
　例えば、ｎ1＝１．８、α＝７０°、γ’＝２０°、ｈ＝５μｍの場合、φ＝４０°、
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γ＝１１°、β＝３９°、Ｌ＝４．４μｍとなる。
【０１４８】
　５．表示パネル１０の製造方法
　表示パネル１０の製造方法について、図面を用い説明する。図１１（ａ）～（ｅ）、図
１２（ａ）～（ｄ）、図１３（ａ）～（ｃ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の製造における
各工程での状態を示す図３におけるＡ１－Ａ１と同じ位置で切断した模式断面図、図１５
（ａ）～（ｄ）、図１６（ａ）～（ｃ）は、図３におけるＡ２－Ａ２と同じ位置で切断し
た模式断面図、図１８（ａ）～（ｄ）、図１９（ａ）～（ｄ）は、図３におけるＢ－Ｂと
同じ位置で切断した模式断面図である。
【０１４９】
　（１）基板１００ｘ（ＴＦＴ基板）の形成
　先ず、ソース電極１０７、１１０およびドレイン電極１０８、１０９までが形成された
基板１００ｘ０を準備する。基板１００ｘ０は、公知のＴＦＴの製造方法により製造する
ことができる（図１１（ａ））。
【０１５０】
　次に、ソース電極１０７、１０８およびドレイン電極１０８、１０９およびチャネル保
護層１０６を被覆するように、例えば、プラズマＣＶＤ法あるいはスパッタリング法を用
いて、パッシベーション層１１６を積層形成する（図１１（ｂ））。
【０１５１】
　次に、パッシベーション層１１６におけるソース電極１１０上の箇所に、ドライエッチ
ング法を用い、コンタクト孔１１６ａを開設する（図１１（ｃ））。コンタクト孔１１６
ａは、その底部にソース電極１１０の表面が露出するように形成される。
【０１５２】
　次に、パッシベーション層１１６に開設されたコンタクト孔１１６ａの内壁に沿って接
続電極層１１７を形成する（図１１（ｄ））。接続電極層１１７の上部は、その一部がパ
ッシベーション層１１６上に配される。接続電極層１１７の形成は、例えば、スパッタリ
ング法を用いることができ、金属膜を成膜した後、フォトリソグラフィ法およびウェット
エッチング法を用いパターニングすることがなされる。さらに、接続電極層１１７および
パッシベーション層１１６を被覆するように、上記有機材料を塗布し、表面を平坦化する
ことにより層間絶縁層１１８を積層形成する（図１１（ｄ））。
【０１５３】
　（２）画素電極層１１９の形成
　層間絶縁層１１８における接続電極層１１７上にコンタクト孔を開設し、画素電極層１
１９を形成する（図１１（ｅ））。画素電極層１１９の形成は、スパッタリング法あるい
は真空蒸着法などを用い金属膜を形成した後、フォトリソグラフィ法を用いパターニング
することでなされる。なお、画素電極層１１９は、接続電極層１１７と電気的に接続され
た状態となる。
【０１５４】
　（３）絶縁層１２２の形成
　有機系の感光性樹脂材料、例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型
フェノール樹脂等からなる感光性樹脂膜１２２Ｒを形成した後（図１２（ａ）、図１５（
ａ）、図１８（ａ））、乾燥し、溶媒をある程度揮発させてから、所定の開口部が施され
たフォトマスクＰＭを重ね、その上から紫外線照射を行い感光性樹脂等からなるフォトレ
ジストを露光し、そのフォトレジストにフォトマスクＰＭが有するパターンを転写する（
図１２（ｂ）、図１５（ｂ））。
【０１５５】
　本実施の形態では、フォトマスクＰＭは、例えば、開口１２２ｚ（図中の縦しま部分）
に対応する部分は光を透過させる透過部、溝部１２２ｖに対応する部分（図中の格子部分
）は透過部の光透過率と遮光部の透過率との間にある半透過部を備えたポジ型のハーフト
ーンマスクを利用する。これにより、開口１２２ｚに対応する透過部の形状に対応した開
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口のパターンが感光性樹脂に形成されるとともに、溝部１２２ｖに対応する半透過部の形
状に対応した露光量が中間レベルの溝のパターンが感光性樹脂に形成される。ハーフトー
ンマスクを利用することにより、露光量が異なる複数のパターンを１回の露光で感光性樹
脂に形成できる。
【０１５６】
　次に、感光性樹脂を現像、焼成によって絶縁層１２２Ｘ、１２２Ｙ、開口１２２ｚ、溝
部１２２ｖをパターニングした絶縁層１２２を形成する（図１２（ｃ）、図１５（ｃ）、
図１８（ｂ））。露光量が最も多い開口のパターンの部分は現像によって絶縁層１２２が
除去される。露光量が中間レベルの溝のパターンの部分は、現像、焼成により絶縁層１２
２が約１μｍ程度の厚みとなる。このとき、開口１２２ｚ、溝部１２２ｖを長尺方向に垂
直に切断した断面は、上述のとおり絶縁層１２２の上面側に拡幅した台形形状となる。他
方、露光されない部分は絶縁層１２２が残存する。その結果、絶縁層１２２は、絶縁層１
２２Ｘ、１２２Ｙにより各画素を規定する領域を囲繞し、開口１２２ｚの底部に画素電極
層１１９の表面が露出し、溝部１２２ｖの底部では約１μｍ程度の絶縁層１２２が残存す
るようにパターンニングされる。
【０１５７】
　（４）列バンク５２２Ｙの形成
　列バンク５２２Ｙの形成は、先ず、絶縁層１２２上に、スピンコート法、スリット塗布
法などを用い、列バンク５２２Ｙの構成材料（例えば、感光性樹脂材料）からなる膜５２
２ＹＲを積層形成する（図１８（ｃ））。そして、樹脂膜をパターニングして間隙５２２
ｚを開設して列バンク５２２Ｙを形成する（図１２（ｄ）、図１５（ｄ）、図１８（ｄ）
）。間隙５２２ｚの形成は、樹脂膜の上方にマスクを配して露光し、その後で現像するこ
とによりなされる。列バンク５２２Ｙは、絶縁層１２２Ｙの上面に沿って列方向に延設さ
れ、行方向に間隙５２２ｚを介して並設される。
【０１５８】
　（５）ホール注入層１２０、ホール輸送層１２１の形成
　画素電極層１１９、絶縁層１２２、列バンク５２２Ｙ上に対して、ホール注入層１２０
、ホール輸送層１２１を形成する（図１３（ａ）、図１６（ａ）、図１９（ａ））。ホー
ル注入層１２０、ホール輸送層１２１は、スパッタリング法を用い酸化金属（例えば、酸
化タングステン）からなる膜を堆積して形成される。その後、フォトリソグラフィ法およ
びエッチング法を用い各画素単位にパターニングしてもよい。
【０１５９】
　（６）発光層１２３の形成
　列バンク５２２Ｙで規定された各間隙５２２ｚ内に、ホール輸送層１２１側から順に、
発光層１２３、および電子輸送層１２４を積層形成する。
【０１６０】
　発光層１２３の形成は、インクジェット法を用い、構成材料を含むインクを列バンク５
２２Ｙにより規定される間隙５２２ｚ内に塗布した後、焼成することによりなされる。
【０１６１】
　発光層１２３の形成では、先ず、液滴吐出装置を用いて発光層１２３の形成するための
溶液の塗布を行う。すなわち、基板１００ｘ上には、赤色発光層、緑色発光層、青色発光
層が、図の紙面横方向に繰り返して並んで形成される。この工程では、サブ画素形成領域
となる間隙５２２ｚに、インクジェット法によりＲ、Ｇ、Ｂいずれかの有機発光層の材料
を含むインク１２３ＲＩ、１２３ＧＩ、１２３ＢＩをそれぞれ充填し（図１９（ｂ））、
充填したインクを減圧下で乾燥させ、ベーク処理することによって、発光層１２３Ｒ、１
２３Ｇ、１２３Ｂを形成する（（図１３（ｂ）、図１６（ｂ）、図１９（ｃ））。
【０１６２】
　（発光層形成用の溶液塗布方法）
　インクジェット法を用いて、発光層１２３を形成する工程を量産的に行う方法について
説明する。図２１は、基板に対して発光層形成用のインクを塗布する工程を示す図であっ
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て、（ａ）は列バンク５２２Ｙ間の間隙５２２ｚに一様に塗布する場合、（ｂ）は絶縁層
１２２Ｘと１２２Ｙとで規定される格子状の領域に塗布する場合である。
【０１６３】
　発光層１２３の形成時には、発光層１２３を形成するための溶液である３色のインク１
２３ＲＩ、１２３ＧＩ、１２３ＢＩ（赤色インク、緑色インク、青色インク）を用いて、
赤色発光層、緑色発光層、青色発光層を、複数のラインバンク間の各領域に形成する。
【０１６４】
　説明を簡略にするため、ここでは、基板に対してまず一色のインクを塗布し、次に、そ
の基板に別の色のインクを塗布し、次にその基板に３色目のインクを塗布する方法で、３
色のインクを順次塗布することとする。
【０１６５】
　そして、以下の説明では、複数の基板に対して、３色の中の一色のインク（赤色インク
）を塗布する工程について代表的に説明する。
【０１６６】
　［列バンク５２２Ｙ間の間隙５２２ｚに一様に塗布する場合］
　発光層１２３は、発光領域１００ａだけでなく、隣接する非発光領域１００ｂまで連続
して延伸されている。このようにすると、発光層１２３の形成時に、発光領域１００ａに
塗布されたインクが、非発光領域１００ｂに塗布されたインクを通じて列方向に流動でき
、列方向の画素間でその膜厚を平準化することができる。但し、非発光領域１００ｂでは
、絶縁層１２２Ｘによって、インクの流動が程良く抑制される。よって、列方向に大きな
膜厚むらが発生しにくく画素毎の輝度むらが改善される。
【０１６７】
　本塗布方法では、図２１（ａ）に示すように、基板１００ｘは、列バンク５２２ＹがＹ
方向に沿った状態で液滴吐出装置の作業テーブル上に載置され、Ｙ方向に沿って複数の吐
出口６２４ｄ１がライン状に配置されたインクジェットヘッド６２２をＸ方向に走査しな
がら、各吐出口６２４ｄ１から列バンク５２２Ｙ同士の間隙５２２ｚ内に設定された着弾
目標を狙ってインクを着弾させることによって行う。
【０１６８】
　なお、赤色インクを塗布する領域は、ｘ方向に隣接して並ぶ３つの領域の中の１つであ
る。
【０１６９】
　基板１００ｘに対してインクの塗布が終わると、次に、その基板に別の色のインクを塗
布し、さらに、その基板に３色目のインクを塗布する工程が繰り返し行われ、３色のイン
クを順次塗布する。
【０１７０】
　［絶縁層１２２Ｘと１２２Ｙとで規定される格子状の領域に塗布する場合］
　絶縁層１２２Ｘと１２２Ｙとで規定される格子状の領域に塗布する構成であってもよい
。
【０１７１】
　本塗布方法では、図２１（ｂ）に示すように、各サブ画素１００ｓｅの長手方向がＹ方
向、各サブ画素１００ｓｅの幅方向がＸ方向となるように基板１００ｘを載置して、イン
クジェットヘッド６２２をＸ方向に走査しながら、絶縁層１２２Ｘと１２２Ｙとで規定さ
れる格子状の領域内に設定された着弾目標に向けて各吐出口からインクを吐出する。図２
１（ｂ）では、赤色のサブ画素１００ｓｅ領域に赤色のインクを塗布する目標位置が示さ
れている。
【０１７２】
　ただし、インクジェットヘッド６２２が備える複数の吐出口６２４ｄ１の中で、絶縁層
１２２Ｘと絶縁層１２２Ｘとの間の領域上を通過する吐出口だけを使用し、絶縁層１２２
Ｘの領域上を通る吐出口（図２１（ｂ）中に×をつけた吐出口）は、常に使用しない点が
異なる。図２１（ｂ）に示す例では、１つのサブ画素の領域に対して７個の着弾目標が設
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定され、７個の吐出口６２４ｄ１からインク滴が吐出される。
【０１７３】
　基板１００ｘに対してインクの塗布が終わると、次に、その基板に別の色のインクを塗
布し、次にその基板に３色目のインクを塗布する工程が繰り返し行われ、３色のインクを
順次塗布する。
【０１７４】
　上記において、複数の基板１００ｘに対してインクの塗布が終わると、次に、その複数
の基板に別の色のインクを塗布し、次にその複数の基板に３色目のインクを塗布する工程
が繰り返し行われ、３色のインクを順次塗布してもよい。
【０１７５】
　（７）電子輸送層１２４、対向電極層１２５および封止層１２６の形成
　真空蒸着法などを用い電子輸送層１２４を形成する。その後、電子輸送層１２４を被覆
するように、対向電極層１２５および封止層１２６を順に積層形成する（（図１３（ｃ）
、図１６（ｃ）、図１９（ｄ））。対向電極層１２５および封止層１２６は、ＣＶＤ法、
スパッタリング法などを用い形成できる。
【０１７６】
　（８）ＣＦ基板１３１の形成
　次に、図面を用いてＣＦ基板１３１の製造工程を例示する。図２２（ａ）～（ｆ）は、
有機ＥＬ表示パネル１０の製造におけるＣＦ基板１３１製造の各工程での状態を示す模式
断面図である。
【０１７７】
　紫外線硬化樹脂（例えば紫外線硬化アクリル樹脂）材料を主成分とし、これに黒色顔料
を添加してなる遮光層１２９の材料を溶媒に分散させ、遮光層ペースト１２９Ｒを調整し
、透明な上部基板１３０の一方の面に塗布する（図２２（ａ））。
【０１７８】
　塗布した遮光層ペースト１２９Ｒを乾燥し、溶媒をある程度揮発させてから、所定の開
口部が施されたパターンマスクＰＭ１を重ね、その上から紫外線照射を行う（図２２（ｂ
））。
【０１７９】
　その後、塗布・溶媒除去した遮光層ペースト１２９Ｒを焼成し、パターンマスクＰＭ１
及び未硬化の遮光層ペースト１２９Ｒを除去して現像し、キュアすると、矩形状の断面形
状の遮光層１２９が完成する（図２２（ｃ））。
【０１８０】
　次に、遮光層１２９を形成した上部基板１３０表面に、紫外線硬化樹脂成分を主成分と
するカラーフィルタ層１２８（例えば、Ｇ）の材料を溶媒に分散させ、ペースト１２８Ｒ
を塗布し、溶媒を一定除去した後、所定のパターンマスクＰＭ２を載置し、紫外線照射を
行う（図２２（ｄ））。
【０１８１】
　その後はキュアを行い、パターンマスクＰＭ２及び未硬化のペースト１２８Ｒを除去し
て現像すると、カラーフィルタ層１２８（Ｇ）が形成される（図２２（ｅ））。
【０１８２】
　この図２２（ｄ）、（ｅ）の工程を各色のカラーフィルタ材料について同様に繰り返す
ことで、カラーフィルタ層１２８（Ｒ）、１２８（Ｂ）を形成する。なお、ペースト１２
８Ｒを用いる代わりに市販されているカラーフィルタ製品を利用してもよい。
【０１８３】
　以上でＣＦ基板１３１が形成される。
【０１８４】
　（９）ＣＦ基板１３１と背面パネルとの貼り合わせ
　次に、有機ＥＬ表示パネル１０の製造におけるＣＦ基板１３１と背面パネルとの貼り合
わせ工程について説明する。図１４（ａ）～（ｂ）は、図３におけるＡ１－Ａ１と同じ位
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置で切断した模式断面図、図１７（ａ）～（ｂ）は、Ａ２－Ａ２と同じ位置で切断した模
式断面図、図２０（ａ）～（ｂ）は、Ｂ－Ｂと同じ位置で切断した模式断面図である。
【０１８５】
　先ず、基板１００ｘから封止層１２６までの各層からなる背面パネルに、アクリル樹脂
、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂などの透光性紫外線硬化型樹脂を主成分とする接合層１
２７の材料を塗布する（図１４（ａ）、図１７（ａ）、図１９（ａ））。
【０１８６】
　続いて、塗布した材料に紫外線照射を行い、背面パネルとＣＦ基板１３１との相対的位
置関係を合せた状態で両基板を貼り合わせる。このとき、両者の間にガスが入らないよう
に注意する。その後、両基板を焼成して封止工程を完了する（図１４（ｂ）、図１７（ｂ
）、図１９（ｂ））。
【０１８７】
　以上の工程により、表示パネル１０を完成する。
【０１８８】
　６．表示パネル１０の効果について
　６．１　サブ画素１００ｓｅ内における開口１２２ｚ内の輝度変動の抑制
　（１）開口１２２ｚの断面のプロファイルを列方向において均等とした効果
　表示パネル１０の効果について、説明する。図２３（ａ）は、有機ＥＬ表示パネル１０
の一部を示す模式平面図、（ｂ）は、（ａ）における１個のサブ画素を示す拡大平面図で
ある。
【０１８９】
　以上、説明したように、各サブ画素１００ｓｅでは、絶縁層１２２には、画素電極層１
１９上において列方向に沿って行方向に並んだスリット状の複数の開口１２２ｚ１、ｚ２
、ｚ３が開設され、各開口１２２ｚ内にはホール注入層１２０、発光層１２３等の有機機
能層が形成されている。開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３からは画素電極層１１９が露出して
ホール注入層１２０に接触しており、開口内において画素電極層１１９からホール注入層
１２０への電荷の供給が可能となる。
【０１９０】
　さらに、絶縁層１２２には、基板１００ｘの平面視において開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ
３とそれぞれ連通する絶縁層上面が開口した有底の接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３が配
されている。各溝部１２２ｖ内にもホール注入層１２０、発光層１２３等の有機機能層が
形成されているが、連結溝部１２２ｖ０と接続溝部ｖ１、ｖ２、ｖ３は、絶縁層１２２上
方が開口した有底の溝形状断面であるので画素電極層１１９は露出することはない。その
ため、溝部内において画素電極層１１９からホール注入層１２０への電荷の供給はされな
い。
【０１９１】
　発光層１２３は、画素電極層１１９からキャリアが供給される部分のみが発光するので
、層間に絶縁物である絶縁層１２２が存在する範囲では、有機化合物の電界発光現象が生
じない。そのため、発光層１２３は、絶縁層１２２が介在しない開口１２２ｚ内に位置す
る部分のみが発光して、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３を含む最小の矩形領域が発光領域１
００ａとなる。発光領域１００ａを除く領域は非発光領域１００ｂを構成する。すなわち
、表示パネル１０では、基板１００ｘに積層された画素電極層１１９と絶縁層１２２に開
設された開口１２２ｚにより、発光領域１００ａと非発光領域１００ｂとが、列方向に配
置されたサブ画素１００ｓｅが行列状に配置する構成を採ることができる。
【０１９２】
　また、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３を行方向に切った開口の断面は上面側に拡幅した所
定の台形形状である。これにより、発光層１２３からの光を効率よく上方に出射すること
ができる。
【０１９３】
　さらに、行方向に切断した開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３それぞれの断面のプロファイル
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は列方向において同一である構成を採る。係る構成により、製造工程において発光層１２
３となる有機化合物の材料を含むインクを塗布する際に保液力に影響を与える要因の変動
を抑制し、画素内の発光領域１００ａ内においてインクの保液力の均一化を図ることがで
きる。これにより、形成される発光層１２３の膜厚変動を低減し画素内の輝度ムラを抑制
することができる。
【０１９４】
　あるいは、行方向に切断した開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３の断面のプロファイルは列方
向に沿って連続的に変化している構成を採ってもよい。係る構成により、保液力に影響を
与える要因の急激な変動を抑制し、画素内の発光領域内においてインクの保液力の急激な
変動を防止する。その結果、発光層１２３の急激な膜厚変動を防止して急峻な輝度ムラの
防止できる。
【０１９５】
　（２）連結溝部１２２ｖ０を開口１２２ｚの終端部から離間させた効果
　表示パネル１０では、溝部１２２ｖは、基板１００ｘの平面視において複数の開口１２
２ｚ１、ｚ２、ｚ３とそれぞれ列方向に連通する複数の接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３
と、複数の接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３と行方向に交わる連結溝部１２２ｖ０とを有
し、複数の接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３の絶縁層１２２上面における行方向の長さは
、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３の絶縁層１２２上面における行方向の長さはと同一又は実
質的に同一であり、複数の接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３の列方向の長さは１μｍ以上
８μｍ以下である構成とした。係る構成により、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３の断面
プロファイルは開口１２２ｚの終端部のインクの保液力に影響を与えず、かつ、インクの
保液力に影響を与える連結溝部１２２ｖ０を開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３の終端部から一
定距離離間させることができる。そのため、開口１２２ｚの終端部においてより一層イン
クの保液力の均一化を図ることができる。発光層１２３の膜厚変動を低減し画素内の輝度
ムラをより一層抑制することができる。
【０１９６】
　６．２　サブ画素１００ｓｅ内における開口１２２ｚ間の輝度変動の抑制
　表示パネル１０では、非発光領域１００ｂ内に、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３に連
通する行方向に沿った有底の連結溝部１２２ｖ０が配された構成を採る。係る構成により
、連結溝部１２２ｖ０により、発光層１２３材料を含んだインクの接続溝部１２２ｖ１、
ｖ２、ｖ３間の流動性を高めサブ画素内のインク塗布量の不均一性を低減する。これより
、発光層１２３の膜厚変動を低減して画素内の輝度ムラを抑制することができる。
【０１９７】
　６．３　サブ画素１００ｓｅ間の輝度変動の抑制
　表示パネル１０では、それぞれの接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３は、列方向に隣接す
る２つのサブ画素内にそれぞれ存在する開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３と連通している。係
る構成により、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３は、発光層１２３材料を含んだインクの
列方向への流動性を高めサブ画素間のインク塗布量の変動を抑制する。これより、発光層
１２３の膜厚変動を低減してサブ画素間の輝度ムラを抑制することができる。
【０１９８】
　６．４　開口率の向上
　本実施の形態に係る表示パネル１０では、サブ画素内の開口率を増加することができる
。
【０１９９】
　図２９及び図３０（ａ）に示した、着想段階で発明者らが想起したリフレクタ構造では
、サブ画素内における１つの発光部内に、開口９２２ｚに連通する行方向に沿ったスリッ
ト状の開口９２２ｚ０が２本開設されていた。これは、発光部内の発光層９２３の膜厚を
均一化するため開口９２２ｚ０を列方向の端部近傍にそれぞれ設ける必要があるからであ
る。
【０２００】
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　これに対し、表示パネル１０では、図２３（ｂ）に示すように、絶縁層１２２には、１
つの発光領域１００ａ内に画素電極層１１９上において列方向に沿って行方向に並んだス
リット状の複数の開口１２２ｚが開設してリフレクタ構造を形成し、１つの非発光領域１
００ｂ内に、開口１２２ｚとそれぞれ列方向に連通する接続溝部１２２ｖと複数の接続溝
部１２２ｖと行方向に交わる１本の連結溝部１２２ｖ０とを備えた構成を採っている。こ
のように、１サブ画素内に２本存在していた開口９２２ｚ０を、１サブ画素内に１本ずつ
存在する連結溝部１２２ｖ０に置き換えることにより、表示パネル１０では、図２９及び
図３０（ａ）に示した、リフレクタ構造に比べて、開口９２２ｚ０１本分の面積に相当す
る非発光領域１００ｂの面積を減少してサブ画素内の開口率を増加することができる。こ
れにより、サブ画素において、同一輝度での電流密度を下げて発光寿命を延ばすことがで
きる。あるいは、発光寿命等により電流密度に上限がある場合には、最大輝度を向上する
ことができる。
【０２０１】
　以上、説明したように、表示パネル１０では、塗布型の機能層を有する表示パネルにお
いて、機能層の膜厚均一化による高効率化と長寿命化を実現することができる。
【０２０２】
　≪変形例≫
　実施の形態では、表示パネル１０を説明したが、本発明は、その本質的な特徴的構成要
素を除き、以上の実施の形態に何ら限定を受けるものではない。以下では、そのような形
態の一例として、表示パネル１０の変形例を説明する。
【０２０３】
　（１）接続溝部１２２ｖ１、２、３の開口１２２ｚ近傍にて保液力を高めた構成
　行方向に切断した接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３の断面のプロファイルは、行方向に
切断した開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３の断面のプロファイルに対し、（ａ）絶縁層１２２
上面における前記断面の行方向の長さが小さい、（ｂ）断面の行方向の長さの厚み方向に
おける変化率が小さい、の少なくとも何れか一方である構成としてもよい。係る構成によ
り、インクの保液力を強める特性を持つ接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３を開口１２２ｚ
１、ｚ２、ｚ３の終端部に近接させることができるので、開口１２２ｚの終端部において
インクの保液力の減少を防止することができる。発光層１２３の膜厚減少に起因する画素
内の輝度ムラを抑制することができる。
【０２０４】
　このとき、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３のマスクパターンと開口幅が同一のハーフトー
ンマスクを用いることで、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３の絶縁層１２２上面における
溝断面の行方向の長さを容易に減少することができる。
【０２０５】
　（２）開口部及び溝部の本数が異なる構成
　実施の形態に係る表示パネル１０では、絶縁層１２２には、画素電極層１１９上におい
て列方向に沿って行方向に並んだスリット状の３つの開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３が開設
され、開口１２２ｚ１、ｚ２、ｚ３とそれぞれ連通する絶縁層上面が開口した有底の接続
溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３が配され、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２、ｖ３に連通する行方
向に沿った有底の連結溝部１２２ｖ０が配された構成とした。
【０２０６】
　しかしながら、開口部及び溝部の本数が異なる構成としてもよい。具体的には、例えば
、図２４（ａ）に示すように、２個の開口１２２ｚ１、ｚ２とそれらに接続される接続溝
部１２２ｖ１、ｖ２と連結溝部１２２ｖ０とを備え、連結溝部１２２ｖ０と開口１２２ｚ
とは列方向にδ離間している構成としてもよい。非発光領域１００ｂ内にそれぞれ１本の
連結溝部１２２ｖ０を備えた構成では、後述する、図２４（ｂ）（ｃ）に示した非発光領
域１００ｂ内にそれぞれ２本の連結溝部１２２ｖ０を備えた構成に比べて、連結溝部１２
２ｖ０１本分に相当する非発光領域１００ｂの面積を減少してサブ画素内の開口率を増加
することができる。これにより、上述のとおり、サブ画素において、同一輝度での電流密
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度を下げて発光寿命を延ばすことができる。あるいは、発光寿命等により電流密度に上限
がある場合には、最大輝度を向上することができる。
【０２０７】
　（３）列方向に溝部が集約又は分岐される構成
　非発光領域１００ｂ内で列方向に溝部が集約又は分岐される構成としてもよい。具体的
には、例えば、図２４（ｂ）（ｃ）に示すように、非発光領域１００ｂ内に列方向に分割
された接続溝部１２２ｖと、分割された接続溝部１２２ｖとそれぞれが連通する２本の連
結溝部１２２ｖ０と、２本の連結溝部１２２ｖ０を列方向に連通する接続溝部１２２ｖ９
をさらに備え、連結溝部１２２ｖ０と開口１２２ｚとは列方向にδ離間している構成とし
てもよい。
【０２０８】
　（４）溝部が交差する構成
　非発光領域１００ｂ内で溝部が交差する構成としてもよい。具体的には、例えば、図２
５（ａ）に示すように、非発光領域１００ｂ内で接続溝部１２２ｖ９と２本の連結溝部１
２２ｖ０とが交差し、あるいは、図２５（ｂ）に示すように、非発光領域１００ｂ内で連
結溝部１２２ｖ０と接続溝部１２２ｖ９の両方の機能を有する３本の溝部（斜め２本、縦
１本）が交差し、かつ、連結溝部１２２ｖ０と開口１２２ｚとが列方向にδ離間している
構成としてもよい。
【０２０９】
　（５）溝部が拡幅又は縮幅する構成
　図２６（ａ）（ｂ）に示すように、非発光領域１００ｂ内で接続溝部１２２ｖがそれぞ
れ拡幅又は縮幅するとともに、拡幅又は縮幅した位置と開口１２２ｚとが列方向にδ離間
している構成としてもよい。さらに、複数の接続溝部１２２ｖと連通する連結溝部１２２
ｖ０をさらに備えた構成としてもよい。
【０２１０】
　（６）溝部の断面のプロファイルが変化する構成
　図２７（ａ）に示すように、非発光領域１００ｂ内で列方向に分割された接続溝部１２
２ｖ１、ｖ２と、接続溝部１２２ｖ１、ｖ２それぞれと連通し接続溝部１２２ｖ１、ｖ２
とは断面のプロファイルが異なる接続溝部１２２ｖ９とを備え、接続溝部１２２ｖ９と開
口１２２ｚとが列方向にδ離間している構成としてもよい。さらに、図２７（ｂ）に示す
ように、複数の接続溝部１２２ｖを行方向に連通する連結溝部１２２ｖ０をさらに備えた
構成としてもよい。
【０２１１】
　以上、変形例（１）～（５）に係る構成においても、溝部においてインクの保液力に影
響を与える断面プロファイル変化部分は非発光領域１００ｂ内にあり、当該部分は開口１
２２ｚの終端部から一定距離離間しているので、実施の形態と同様に、開口１２２ｚの終
端部においてインクの保液力の均一化を図ることができる。発光層１２３の膜厚変動を低
減し画素内の輝度ムラを抑制することができる。
【０２１２】
　（７）溝部の断面プロファイル変化部分と開口１２２ｚの終端部とを近接させた構成
　図２７（ａ）に示すように、非発光領域１００ｂ内にある溝部の断面プロファイルが変
化している部分（以後、「断面プロファイル変化部分」とする）と開口１２２ｚの終端部
とを一定距離離間させず近接させた構成としてもよい。図２８（ａ）は図２４（ｂ）にお
いて、図２８（ｂ）は図２３（ｂ）において、図２８（ｃ）は図２５（ａ）において、図
２８（ｄ）は図２５（ｂ）において、図２８（ｅ）は図２６（ａ）において、図２８（ｆ
）は図２６（ｂ）において、図２８（ｇ）は図２７（ａ）において、図２８（ｈ）は図２
７（ｂ）において、それぞれ断面プロファイル変化部分と開口１２２ｚの終端部とを近接
させた構成である。係る構成においても、非発光領域１００ｂにおける溝部１２２ｖの断
面プロファイル変化部分は開口１２２ｚ内にはなく非発光領域１００ｂ内にあるので、開
口１２２ｚの終端部においてインクの保液力の変動をある程度は抑制できる。断面プロフ
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ァイル変化部分を開口１２２ｚ終端部と近接させる場合は、例えば、図２８（ｆ）に示す
ように、例えば、溝部１２２ｖの溝幅を開口１２２ｚ終端部よりも狭めた構成など、開口
１２２ｚ終端部でインクの保液力が高まる方向のプロファイル変化をする溝部とすること
がより好ましい。開口１２２ｚ終端部において均一化を図ることができるとともに、非発
光領域１００ｂの列方向長さを減少でき高精細化に資することができる。
【０２１３】
　（８）開口１２２ｚの終端近傍において電極間距離を増加させた構成
　接続溝部１２２ｖ１、２、３と連通した開口１２２ｚの終端近傍において、画素電極１
１９を対向電極１２５から所定距離離間させる構成としてもよい。層間絶縁層１１８に凹
入部を設けて画素電極１１９を凹入部に沿って形成することにより、画素電極１１９を対
向電極１２５から所定距離離間させることができる。すなわち、溝部１２２ｖ１、２、３
が連通する開口１２２ｚの終端部近傍の画素電極１１９の一部は、当該一部を除く画素電
極１１９よりも対向電極１２５から所定距離離間している構成としてもよい。
【０２１４】
　係る構成により、層間絶縁層１１８の凹入部上方では、電界が弱まるので発光層１２３
において有機電界発光が生じず、層間絶縁層１１８に凹入部上方を非発光領域１００ｂに
含めることができる。係る構成においても、非発光領域１００ｂの拡大により溝部１２２
ｖの断面プロファイル変化部分は発光領域１００ａからさらに離間するので、発光領域１
００ａを構成する開口１２２ｚ内におけるインクの保液力の均一化を図ることができる。
【０２１５】
　≪その他の変形例≫
　実施の形態では、表示パネル１０を説明したが、例えば、各実施の形態に対して当業者
が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の
形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含
まれる。以下では、そのような形態の一例として、パネル１０の変形例を説明する。
【０２１６】
　（１）表示パネル１０では、発光層１２３は、行バンク上を列方向に連続して延伸して
いる構成としている。しかしながら、上記構成において、発光層１２３は、行バンク上に
おいて画素ごとに断続している構成としてもよい。係る構成によっても、光取り出し効率
を向上することができる。
【０２１７】
　（２）表示パネル１０では、行方向に隣接する列バンク５２２Ｙ間の間隙５２２ｚに配
されたサブ画素１００ｓｅの発光層１２３が発する光の色は互いに異なる構成とし、列方
向に隣接する絶縁層１２２Ｘ間に配されたサブ画素１００ｓｅの発光層１２３が発する光
の色は同じである。しかしながら、上記構成において、行方向に隣接するサブ画素１００
ｓｅの発光層１２３が発する光の色は同じであり、列方向に隣接するサブ画素１００ｓｅ
の発光層１２３が発する光の色が互いに異なる構成としてもよい。また、行列方向の両方
において隣接するサブ画素１００ｓｅの発光層１２３が発する光の色が互いに異なる構成
としてもよい。係る構成によっても、光取り出し効率を向上することができる。
【０２１８】
　（３）その他
　実施の形態に係る表示パネル１０では、サブ画素１００ｓｅには、赤色画素、緑色画素
、青色画素の３種類があったが、本発明はこれに限られない。例えば、発光層が１種類で
あってもよいし、発光層が赤、緑、青、黄色に発光する４種類であってもよい。
【０２１９】
　また、上記実施の形態では、画素１００eが、マトリクス状に並んだ構成であったが、
本発明はこれに限られない。例えば、画素領域の間隔を１ピッチとするとき、隣り合う間
隙同士で画素領域が列方向に半ピッチずれている構成に対しても効果を有する。高精細化
が進む表示パネルにおいて、多少の列方向のずれは視認上判別が難しく、ある程度の幅を
持った直線上（あるいは千鳥状）に膜厚むらが並んでも、視認上は帯状となる。したがっ



(31) JP WO2017/200023 A1 2017.11.23

10

20

30

40

50

て、このような場合も輝度むらが上記千鳥状に並ぶことを抑制することで、表示パネルの
表示品質を向上できる。
【０２２０】
　また、表示パネル１０では、すべての間隙５２２ｚに画素電極層１１９が配されていた
が、本発明はこの構成に限られない。例えば、バスバーなどを形成するために、画素電極
層１１９が形成されない間隙５２２ｚが存在してもよい。
【０２２１】
　また、表示パネル１０では、各色サブ画素１００ｓｅである間隙５２２ｚの上方に、カ
ラーフィルタ層１２８が形成されている構成とした。しかしながら、例示した表示パネル
１０において、間隙５２２ｚの上方にはカラーフィルタ層１２８を設けない構成としても
よい。
【０２２２】
　また、上記実施の形態では、画素電極層１１９と対向電極層１２５の間に、ホール注入
層１２０、ホール輸送層１２１、発光層１２３及び電子輸送層１２４が存在する構成であ
ったが、本発明はこれに限られない。例えば、ホール注入層１２０、ホール輸送層１２１
及び電子輸送層１２４を用いずに、画素電極層１１９と対向電極層１２５との間に発光層
１２３のみが存在する構成としてもよい。また、例えば、ホール注入層、ホール輸送層、
電子輸送層、電子注入層などを備える構成や、これらの複数又は全部を同時に備える構成
であってもよい。また、これらの層はすべて有機化合物からなる必要はなく、無機物など
で構成されていてもよい。また、ホール注入層１２０、ホール輸送層１２１、電子輸送層
１２４の形成方法は、真空蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッ
タリング法、イオンプレーティング法、気相成長法等の乾式成膜プロセスであってもよい
。さらに、ホール注入層１２０、ホール輸送層１２１が乾式成膜プロセスで形成される場
合、画素電極層１１９、ホール注入層１２０、ホール輸送層１２１、絶縁層１２２、発光
層１２３の順に積層されてもよい。
【０２２３】
　また、上記実施の形態では、発光層１２３の形成方法としては、印刷法、スピンコート
法、インクジェット法などの湿式成膜プロセスを用いる構成であったが、本発明はこれに
限られない。例えば、真空蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッ
タリング法、イオンプレーティング法、気相成長法等の乾式成膜プロセスを用いることも
できる。さらに、各構成部位の材料には、公知の材料を適宜採用することができる。
【０２２４】
　上記の形態では、ＥＬ素子部の下部にアノードである画素電極層１１９が配され、ＴＦ
Ｔのソース電極１１０に画素電極層１１９を接続する構成を採用したが、ＥＬ素子部の下
部に対向電極層、上部にアノードが配された構成を採用することもできる。この場合には
、ＴＦＴにおけるドレインに対して、下部に配されたカソードを接続することになる。
【０２２５】
　また、上記実施の形態では、一つのサブ画素１００ｓｅに対して２つのトランジスタＴ
ｒ１、Ｔｒ２が設けられてなる構成を採用したが、本発明はこれに限定を受けるものでは
ない。例えば、一つのサブピクセルに対して一つのトランジスタを備える構成でもよいし
、三つ以上のトランジスタを備える構成でもよい。
【０２２６】
　さらに、上記実施の形態では、トップエミッション型のＥＬ表示パネルを一例としたが
、本発明はこれに限定を受けるものではない。例えば、ボトムエミッション型の表示パネ
ルなどに適用することもできる。その場合には、各構成について、適宜の変更が可能であ
る。
【０２２７】
　また、上記実施の形態では、表示パネル１０がアクティブマトリクス型の構成であった
が、本発明はこれに限られず、例えば、パッシブマトリクス型の構成であってもよい。具
体的には、列方向と平行な線状の電極と、行方向と平行な線状の電極とを発光層１２３を
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挟むようにそれぞれ複数並設すればよい。その場合には、各構成について、適宜の変更が
可能である。なお、上記実施の形態では、基板１００ｘがＴＦＴ層を有する構成であった
が、上記パッシブマトリクス型の例などから分かるように、基板１００ｘはＴＦＴ層を有
する構成に限られない。
【０２２８】
　≪補足≫
　以上で説明した実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。
実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、
工程、工程の順序などは一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、実施の形態
における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない工程
については、より好ましい形態を構成する任意の構成要素として説明される。
【０２２９】
　また、上記の工程が実行される順序は、本発明を具体的に説明するために例示するため
のものであり、上記以外の順序であってもよい。また、上記工程の一部が、他の工程と同
時（並列）に実行されてもよい。
【０２３０】
　また、発明の理解の容易のため、上記各実施の形態で挙げた各図の構成要素の縮尺は実
際のものと異なる場合がある。また本発明は上記各実施の形態の記載によって限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【０２３１】
　また、各実施の形態及びその変形例の機能のうち少なくとも一部を組み合わせてもよい
。
【０２３２】
　さらに、本実施の形態に対して当業者が思いつく範囲内の変更を施した各種変形例も本
発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２３３】
　本発明に係る有機ＥＬ表示パネル、及び有機ＥＬ表示装置は、テレビジョンセット、パ
ーソナルコンピュータ、携帯電話などの装置、又はその他表示パネルを有する様々な電子
機器に広く利用することができる。
【符号の説明】
【０２３４】
　１　有機ＥＬ表示装置
　１０　有機ＥＬ表示パネル
　１００　有機ＥＬ素子
　　１００ｅ　単位画素
　　１００ｓｅ　サブ画素
　　１００ａ　発光領域
　　１００ｂ　非発光領域
　１００ｘ　基板（ＴＦＴ基板）
　１００ｐ　下部基板
　１０１　ゲート電極
　１０２　ゲート絶縁層
　１０４、１０５　チャネル層
　１０６　チャネル保護層
　１０７、１１０　ソース電極
　１０８、１０９　ドレイン電極
　１１１　ソース下部電極
　１１２　ドレイン下部電極
　１１３　コンタクトプラグ
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　１１６　パッシベーション層
　１１７　接続電極層
　１１８　層間絶縁層
　１１９　画素電極層
　　１１９ａ１、ａ２、ａ３、ａ４　外縁部
　　１１９ｂ　コンタクト領域（コンタクトウインドウ）
　　１１９ｃ　接続凹部
　１２０　ホール注入層
　１２１　ホール輸送層
　１２２、１２２Ｘ、１２２Ｙ　絶縁層
　　１２２ｚ　間隙
　　１２２ｗ　桟
　　１２３　発光層
　　１２４　電子輸送層
　　１２５　対向電極層
　１２６　封止層
　１２７　接合層
　１２８　カラーフィルタ層
　１２９　遮光層
　１２９Ｘ　行遮光層
　１２９Ｙ　列遮光層
　１３０　上部基板
　１３１　ＣＦ基板
　５２２Ｙ　列バンク
　５２２ｚ　間隙
　６２２　インクジェットヘッド
　６２４　吐出口
　　ＥＬ．ＥＬ素子部
　　Ｔｒ1．駆動トランジスタ
　　Ｔｒ2．スイッチングトランジスタ
　　Ｃ．容量
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